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Inventors Title
r Number Date
KREUPL FRANZ [DE]; PING [MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING
ER XUAN [US]; ZHANG MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-
396 |KR201783499 (B1) [29.09.2017 JINGYAN [US]; XU HUIWEN [SECTIONAL AREA AND METHODS FOR
[CN] FORMING THE SAME
. MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
395 |EP000002583322B1]05.04.2017 EEEKZLS?;CQZRIL’I{?J ’US SWITCHING LAYERS AND LATERAL
' ARRANGEMENT
. MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
394 [EP000002583324B1(05.04.2017 e A v e Ua [SWITCHING LAYERS INCLUDING
’ ! ’ BREAKDOWN LAYER
KREUPL FRANZ, US ;
MAKALA RAGHUVEER S, US
: RABKIN PETER, US ;
SAMACHISA GEORGE, US;
BANDYOPADHYAY ABHIJIT, |COMPOSITION OF MEMORY CELL WITH
393 [EP 2583323 B1 20.04.2016 US ; CHEN YUNG-TIN, US; |RESISTANCE-SWITCHING LAYERS
FU CHU-CHEN, US ;
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI, US ; KAl JAMES,
US ; ZHANG JINGYAN, US
KREUPL FRANZ, DE ; XU METHODS FOR FORMING A MEMORY CELL
392 |EP 2539936 B1 06.04.2016 HUIWEN, US ; ZHANG WITH SILICON-CONTAINING CARBON
JINGYAN, US ISWITCHING LAYER
FEATR - 5L D UK, PRI B
BT 36 BRE S Y A, RO BE, (AT
=, 48K SR T E R4 s sy oy =
391 [CN103168372 B 25.11.2015 ; e e IR H =1 JHE
BT L, AR S T b, [0 ORI S
®G-HIME, AP DA, ik
GE:d
Martin Gutsche; Franz Kreupl; [Vertical interconnect structure, memory device
390 |US 9177995 B2 03.11.2015 Harald Seidl and associated production method
KReURL Frav, DEpinG  MENORY CELL WITH CARBON STcHNG
389 |EP 2559068 B8 08.07.2015 ER-XUAN, US XU HUIWEN,
US ZHANG JINGYAN. US ISECTIONAL AREA AND METHODS FOR
! FORMING THE SAME
LA e 0S¢« s METHOD OF FORMING BOTTOM
388 |EP 2548238 B8 17.06.2015 - SEKAR DEEPAK CHANIZ’)RA ELECTRODES FOR USE WITH METAL
’US "|IOXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
FU CHU-CHEN; KREUPL BB G E T 5 BN H BT ¢ 2 1446 HLG[EN]
387 |CN 103003971 B  [03.06.2015 FRANZ; NIAN YIBO 38BA%-52 [Memory cell with resistance-switching layers
PR, R, K including breakdown layer
KREUPL FRANZ, DE ; PING - Viariety Cory KT oo ORD GROSS.
386 |EP 2559068 B1 20.05.2015 ER-XUAN, US ; XU HUIWEN,
US - ZHANG JINGYAN. US SECTIONAL AREA AND METHODS FOR
! ! FORMING THE SAME
Sekar; Deepak C. (San Jose,
CA), Kreupl; Franz (Mountain Non-volatile storage with metal oxide switchin
385 [US9034689B2  [19.05.2015 View, CA), Rabkin; Peter g 9

(Cupertino, CA), Fu; Chu-Chen
(San Ramon, CA)

element and methods for fabricating the same




SEKAR DEEPAK CHANDRA,
US; KREUPL FRANZ, US ;

METHOD OF FORMING BOTTOM

384 |EP 2548238 B1 22.04.2015 ELECTRODES FOR USE WITH METAL
MAKALARAGHUVEER S, IoXIDE RESISTIVITY SWITCHING LAYERS
B LI 5CZ LU AN 1r) A7 B A AE6 5T
KREUPL FRANZ; [EN] Memory cell with resistance-switching
383 |CN 102986048 B [1.04.2015 SHRIVASTAVA RITU ##3%- |layers and lateral arrangement
RO R, BE A EREER
SEKAR DEEPAK C, US;
KREUPL FRANZ, US MAKALA|EN] Trap passivation in memory cell with metal
382 |US 8987046 B2 [24.03.2015 RAGHUVEER S, US RABKIN |oxide switching element
PETER, US
Graham, Andrew, Hoffmann,
Franz, Honlein, Wolfgang,
Kretz, Johannes, Kreupl, . .
381 |DE000010250830B4{26.02.2015 Franz, Landgraf, Erhard, verfahren zum Herstellung eines Schaltkreis-
. Arrays
Luyken, R. Johannes, Résner,
\Wolfgang, Schulz, Thomas,
Specht, Michael,
Integrierter Schaltkreis mit modifizierbarem
Gate-Stapel-Speicherelement, Verwendung
380 |DE102007011837B4{29.01.2015 FRANZ KREUPL des integrierten Schaltkreises, Verfahren zum
Herstellen eines integrierten Schaltkreises,
sowie Speichermodul, System und hybrides
Massenspeichersystem
379 |US 8912654 B2 16.12.2014 Eiggsl‘ FRANZ, HEDLER [EN] Semiconductor chip with integrated via
KREUPL FRANZ, DE ;
MAKALA RAGHUVEER S, US [[EN] Bottom electrodes for use with metal oxide
378 |US 8772749 B2 08.07.2014 ; SEKAR DEEPAK CHANDRA, |resistivity switching layers
us
Verfahren zum Herstellen einer
Hedler, Harry, Irsigler, Durchkontaktierung in einer Schicht und
377 |DE102007001130B4)03.07.2014 Roland, Kreupl, Franz, Anordnung mit einer Schicht mit
Durchkontaktierung
Happ; Thomas (Dresden, DE),
Kreupl; Franz (Munich, DE), Resistive memory devices with improved
376 |US8742387B2  [03.06.2014 Philipp; Jan Boris (Munich, =228 0 ir:y cloments P
DE), Majewski; Petra (Munich, ging
DE)
Kreupl; Franz (Munchen, DE),
Costa; Xiying (San Jose, CA),
375 |US 8737111 B2 27.05.2014 Kai; James (Santa Clara, CA), [Memory cell with resistance-switching layers

Makala; Raghuveer S.
(Sunnyvale, CA)




LEE SANG HYUN [KR];
DUNGA MOHAN [IN];

P-/METAL FLOATING GATE NON-VOLATILE

374 |KR20140052984 (A)[07.05.2014 HIGASHITANI MASAAKI [JP];
PHAM TUAN [US]; KREUPL STORAGE ELEMENT
FRANZ [DE]
Kreupl; Franz (Mountain View, i
373 |Us86e86419B2  [01.04.2014  [CA), Sekar; Deepak C (San  [oUCture and fabrication method for
resistance-change memory cell in 3-D memory
Jose, CA)
DUESBERG GEORG, DE ;
KREUPL FRANZ, DE ; SEIDEL[Electrical circuit with a nanostructure and
372 |US 8664657 B2 04.03.2014 ROBERT, DE ; method for producing a contact connection of a
STEINLESBERGER GERNOT, [nanostructure
DE
LEE SANGHYUN [US];
DUNGA MOHAN [US]; i i
371 |[EP2689451 (Al) 29.01.2014 HIGASHITANI MASAAKI [US]; g%gg;gLEFELLOEﬂHE'\;ﬁ GATE NON-VOLATILE
PHAM TUAN [US]; KREUPL
FRANZ [US]
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US KREUPL FRANZ, US . . .
370 |US 8624293 B2 07.01.2014 MIHNEA ANDREI, US XIAO LI, ICarbon/tunneling-barrier/carbon diode
us
SEKAR DEEPAK C [US];
KREUPL FRANZ [US]; US2013234099 (A1) - NON-VOLATILE
369 |US2013234099 (A1)[12.09.2013 MAKALA RAGHUVEER S STORAGE WITH METAL OXIDE SWITCHING

[US]; RABKIN PETER [US]; FU
CHU-CHEN [US]; ZHANG
TONG [US]

ELEMENT AND METHODS FOR
FABRICATING THE SAME




368

JP2013534724 (A)

05.09.2013

KREUPL FRANZ [DE];
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
[US]; CHEN YUNG TIN [US];
FU CHU CHEN [US];
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI [US]; KAl JAMES
[US]; MAKALA RAGHUVEER
S [IN]; RABKIN PETER [US];
SAMACHISA GEORGE [US];
ZHANG JINGYAN [US]

Memory Cell With Resistance-Switching Layers

367

JP2013534723 (A)

05.09.2013

KREUPL FRANZ [DE];
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
[US]; CHEN YUNG TIN [US];
FU CHU CHEN [US];
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI [US]; KAl JAMES
[US]; MAKALA RAGHUVEER
S [IN]; RABKIN PETER [US];
SAMACHISA GEORGE [US];
ZHANG JINGYAN [US]

Memory Cell With Resistance-Switching Layers

366

JP2013534722 (A)

05.09.2013

KREUPL FRANZ [DE];
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
[US]; CHEN YUNG TIN [US];
FU CHU CHEN [US];
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI [US]; KAl JAMES
[US]; MAKALA RAGHUVEER
S [IN]; RABKIN PETER [US];
SAMACHISA GEORGE [US];
ZHANG JINGYAN [US]

Memory Cell With Resistance-Switching Layers

365

KR20130097139 (A
)

02.09.2013

KREUPL FRANZ [DEJ;
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
[US]; CHEN YUNG TIN [US];
FU CHU CHEN [US];
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI [US]; KAl JAMES
[US]; MAKALA RAGHUVEER
S [IN]; RABKIN PETER [US];
SAMACHISA GEORGE [US];
ZHANG JINGYAN [US

ICOMPOSITION OF MEMORY CELL WITH
RESISTANCE-SWITCHING LAYERS

364

US2013221311(A1)

29.08.2013

SEKAR DEEPAK C [US];
KREUPL FRANZ [US];
MAKALA RAGHUVEER S
[US]; RABKIN PETER [US]

TRAP PASSIVATION IN MEMORY CELL
WITH METAL OXIDE SWITCHING ELEMENT

363

US 8520424 B2

27.08.2013

BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US CHEN YUNG-TIN, US FU
CHU-CHEN, US
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI, US KAI JAMES, US
KREUPL FRANZ, DE MAKALA
RAGHUVEER S, US RABKIN
PETER, US SAMACHISA
GEORGE, US ZHANG
JINGYAN, US

IComposition of memory cell with resistance-
switching layers




DUNGA MOHAN, US
HIGASHITANI MASAAKI, US

P-/Metal floating gate non-volatile storage

362 |US 8503229 B2 06.08.2013 KREUPL FRANZ, DE LEE clement

SANGHYUN, US PHAM

TUAN, US

SEKAR DEEPAK C, US; [EN] Resistance-switching memory cell with
361 |US 8487292 B2 16.07.2013 KREUPL FRANZ, US heavily doped metal oxide layer

gf)“ﬂ;in'gf"gf_)(('\ggr‘jrzﬁgn\gi‘;v' MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING

’ - " IMATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-
360 [US 8471360 B2 25.06.2013 gg)rézré%g;ljpg{ﬁ\?véﬁanta SECTIONAL AREA AND METHODS FOR
! Ry FORMING THE SAME

(Sunnyvale, CA)

BANDYOPADHYAY ABHIJIT

CHEN YUNG-TIN FU CHU-

CHEN JAYASEKARA WIPUL

PEMSIRI KAl JAMES KREUPL[[EN] Composition of memory cell with
359 [CN000103168372A [19.06.2013 FRANZ MAKALA resistance-switching layers

RAGHUVEER S RABKIN

PETER SAMACHISA

GEORGE ZHANG JINGYAN

KREUPL FRANZ [DE]; PING |[MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING

ER XUAN [US]; ZHANG MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-
358 IP2013524551 (A) (17.06.2013 JINGYAN [US]; XU HUIWEN [SECTIONAL AREA AND METHODS FOR

[CN] FORMING THE SAME

KREUPL FRANZ [DE]; PING |[MEMORY CELL WITH CARBON SWITCHING
357 [kR20130056860A [30.05.2013 ER XUAN [US]; ZHANG MATERIAL HAVING A REDUCED CROSS-

JINGYAN [US]; XU HUIWEN
[CN]

SECTIONAL AREA AND METHODS FOR
FORMING THE SAME




KREUPL FRANZ [DE]; ZHANG

MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING

356 [KR20130056205A [29.05.2013 JINGYAN [US]; XU HUIWEN |CARBON SWITCHING LAYER AND
[CN] METHODS FOR FORMING THE SAME
fgg:%i‘;‘?‘ﬁ';ﬂ?gf;gsan BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH
355 |US2013126821A1 [23.05.2013 y ' .p . o METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING
(Munchen, DE) ; Makala; L AYERS
Raghuveer S.; (Sunnyvale, CA)
KREUPL FRANZ, US MAKALA
RAGHUVEER, US RABKIN Non-volatile storage with metal oxide switching
354 1US00000843583182|07.05.2013 PETER, US SEKAR DEEPAK |element and methods for fabricating the same
C, US
[DE] SPEICHERZELLE MIT
WIDERSTANDSSCHALTSCHICHTEN UND
LATERIALER ANORDNUNG [EN] MEMORY
353 |EP000002583322A2(24.04.2013 gEEK/ZLS":I'iC,’:ZRIEI{E us CELL WITH RESISTANCE- SWITCHING
’ LAYERS AND LATERAL ARRANGEMENT
[FR] CELLULE DE MEMOIRE AVEC
COUCHES A COMMUTATION ...
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US CHEN YUNG-TIN, US FU [DE] ZUSAMMENSETZUNG EINER
CHU-CHEN, US
JAYASEKARA WIPUL SPEICHERZELLE MIT
PEMSIRI. US KAl JAMES. US WIDERSTANDSSCHALTSCHICHTEN [EN]
352 |EP000002583323A2|24.04.2013 ' y ICOMPOSITION OF MEMORY CELL WITH
KREUPL FRANZ, US MAKALA
RAGHUVEER S. US RABKIN RESISTANCE-SWITCHING LAYERS[FR]
PETER. US SAI\)IACHISA ICOMPOSITION DE CELLULE DE MEMOIRE
GEORGE, US ZHANG AVEC COUCHES A COMMUTATION ...
JINGYAN, US
[DE] SPEICHERZELLE MIT
WIDERSTANDSSCHALTSCHICHTEN UND
EINER DURCHBRUCHSCHICHT [EN]
FU CHU-CHEN, US KREUPL |MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
351 |[EP000002583324A1124.04.2013 FRANZ, US NIAN YIBO, US SWITCHING LAYERS INCLUDING
BREAKDOWN LAYER [FR] CELLUI‘_E
MEMOIRE DOTEE DE COUCHES A
COMMUTATION ...
GUTSCHE MARTIN, DE L
350 US000008420526B 16.04.2013 KREUPL FRANZ, DE SEIDL [EN] Vertical interconnect structure, memory

2

HARALD, DE

device and associated production method




KREUPL FRANZ, US

[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-

349 |KR102013036279A ]11.04.2013 SWITCHING LAYERS AND LATERAL
SHRIVASTAVA RITU, US ARRANGEMENT
KREUPL FRANZ [US]; FU MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
348 |KR102013036292A ]11.04.2013 CHU CHEN [US]; NIAN YIBO [SWITCHING LAYERS INCLUDING
[CN] BREAKDOWN LAYER
) [EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
347 [CNO00103003971A [27.03.2013  [Fp CHUCHERKREUPL —switchin LAVERS INCLUDING
BREAKDOWN LAYER
KREUPL FRANZ [EN] Memory cell with resistance-switching
346 [CN000102986048A [20.03.2013 SHRIVASTAVA RITU layers and lateral arrangement
KREUPL FRANZ, DE Memory cell with resistance-switching layers
345 |US000008395926B2/12.03.2013 510\ yASTAVA RITU, US  |and lateral arrangement
FU CHU-CHEN, US KREUPL [Memory cell with resistance-switching layers
344 [US000008395927B2[12.03.2013 FRANZ, DE NIAN YIBO, US [including breakdown layer
[DE] SPEICHERZELLE MIT
KOHLENSTOFFSCHALTMATERIAL MIT
KREUPL FRANZ, DE PING VERRINGERTEM QUERSCHNITTSBEREICH
343 |EP000002559068A1]20.02.2013 ER-XUAN, US XU HUIWEN, JUND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFUR
US ZHANG JINGYAN, US [EN] MEMORY CELL WITH CARBON
SWITCHING MATERIAL HAVING A
REDUCED CROSS-SECTIONAL ...
KREUPL FRANZ PING ER- [EN] Memory cell with carbon switching
342 |CNO000102939655A |20.02.2013 XUAN XU HUIWEN ZHANG  |material having a reduced cross-sectional area
JINGYAN and methods for forming the same
[DE] BODENELEKTRODEN ZUR
VERWENDUNG MIT
KREUPL FRANZ, US MAKALA|METALLOXIDWIDERSTANDSSCHALTSCHIC
341 |EP000002548238A1]23.01.2013 RAGHUVEER S, US SEKAR [HTEN [EN] BOTTOM ELECTRODES FOR
DEEPAK CHANDRA, US USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY
SWITCHING LAYERS [FR] ELECTRODES
INFERIEURES POUR UNE UTILISATION ...
[DE] BODENELEKTRODEN ZUR
VERWENDUNG MIT
KREUPL FRANZ, US MAKALA|METALLOXIDWIDERSTANDSSCHALTSCHIC
340 |EP000002548239A1)23.01.2013 RAGHUVEER S, US SEKAR [HTEN [EN] BOTTOM ELECTRODES FOR
DEEPAK CHANDRA, US USE WITH METAL OXIDE RESISTIVITY
ISWITCHING LAYERS [FR] ELECTRODES
INFERIEURES POUR UNE UTILISATION ...
KREUPL FRANZ, DE MAKALA|BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH
339 |[KR102013007572A |18.01.2013 RAGHUVEER S, IN SEKAR METAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING

DEEPAK CHANDRA, IN

LAYERS




KREUPL FRANZ, DE MAKALA

BOTTOM ELECTRODES FOR USE WITH

338 [KR102013007571A [18.01.2013 RAGHUVEER S, IN SEKAR  IMETAL OXIDE RESISTIVITY SWITCHING
DEEPAK CHANDRA, IN LAYERS
KREUPL FRANZ, DE MAKALA . .
337 |Us00000835466082|15.01.2013 RAGHUVEER S, US SEKAR Egg]sti‘i’t“osrcvi‘fﬁcigo‘Ij;sefr‘;r use with metal oxide
DEEPAK CHANDRA, US Y g lay
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
336 [CN000102870246A 09.01.2013 KREUPL FRANZ LI XIAO [EN] Carbon/tunneling-barrier/carbon diode
MIHNEA ANDREI
[DE] SPEICHERZELLE MIT
SILIZIUMHALTIGER
KREUPL FRANZ, US XU KOHLENSTOFFSCHALTSCHICHT UND
335 [EP000002539936A2/02.01.2013 HUIWEN, US ZHANG HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFUR [EN]
JINGYAN, US MEMORY CELL WITH SILICON-CONTAINING
CARBON SWITCHING LAYER AND
METHODS FOR FORMING THE SAME [FR] ...
GUTSCHE MARTIN, DE [EN] VERTICAL INTERCONNECT
334 |US020120305873A1/06.12.2012 KREUPL FRANZ, DE SEIDL  [STRUCTURE, MEMORY DEVICE AND
HARALD, DE ASSOCIATED PRODUCTION METHOD
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Semiconductor power switch having
333 |US000008319259B2}27.11.2012 ROBERT De [EN] Seri
BANDYOPADHYAY ABHIJIT, [[PE]
D mEunL PNz La st [KOHLENSTOFF/TUNNELBARRIERE/KOHLE
332 [EP000002513994A2/24.10.2012 G DS NN ey [NSTOFFDIODE [EN] CARBON/TUNNELING-
e ' [BARRIER/CARBON DIODE [FR] DIODE
CARBONE/BARRIERE-TUNNEL/CARBONE
[DE] HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER
MIT NANODRAHTEN SOWIE DAFUR
GEEIGNETES HERSTELLUNGSVERFAHREN
331 |EP000001706906B1/03.10.2012 E'SEBEE'} FRANZ, DE SEIDEL feN] POWER SEMICONDUCTOR SWITCH
' HAVING NANOWIRES AND SUITABLE
PRODUCTION METHOD THEREFOR [FR]
COMMUTATEUR ...
DUNGA MOHAN, IN
HIGASHITANI MASAAKI, JP [EN] P-/metal floating gate non-volatile storage
330 [TW000201240022A [01.10.2012 KREUPL FRANZ, DE LEE 99 9

SANG-HYUN, KR PHAM
TUAN, US

element




DUNGA MOHAN, US
HIGASHITANI MASAAKI, US

[EN] P-/METAL FLOATING GATE NON-

W0002012129032A VOLATILE STORAGE ELEMENT [FR]
829 C7 09200z R e DE LEE [ELEMENT DE MEMOIRE NON VOLATILE A
' GRILLE FLOTTANTE DU TYPE P-/METAL
TUAN, US
DUNGA MOHAN, US
HIGASHITANI MASAAKI, US
328 |US020120243337A1)27.09.2012 KREUPL FRANZ, DE LEE {/EgE:ﬁ'LAEE;AFBEA%AETIIETESSJE NON-
SANGHYUN, US PHAM
TUAN, US
GRUENING-VON SCHWERIN
ULRIKE, DE KLOSTERMAN  [[EN] Integrated circuit including doped
327 |US00000825416682/28.08.2012 ULRICH, DE KREUPL FRANZ, [semiconductor line having conductive cladding
DE
[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
SWITCHING LAYERS AND LATERAL
326 WO0002011159582A 53.08.2012 KREUPL FRANZ, US ARRANGEMENT [FR] CELLULE DE
4 T SHRIVASTAVA RITU, US MEMOIRE AVEC COUCHES A
COMMUTATION DE RESISTANCE ET
DISPOSITION LATERALE
KREUPL FRANZ, US XU [EN] Memory cell with silicon-containing carbon
325 |US000008237146B2|07.08.2012 HUIWEN, US ZHANG switching layer and methods for forming the
JINGYAN, US same
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US CHEN YUNG-TIN, US FU
?:YUAEEIEZRX?NIPUL [EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL
\WO002011159583A PEMSIRI, US KAl JAMES, Us [\/ITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS
324 02.08.2012 [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE
4 KREUPL FRANZ, DE MAKALA[:, - A
MEMOIRE AVEC COUCHES A
RAGHUVEER S, US RABKIN COMMUTATION DE RESISTANCE
PETER, US SAMACHISA
GEORGE, US ZHANG
JINGYAN, US
EggagfingEzoggL?EEBAU [EN] Methods for elimination or reduction of
323 |US000008216639B2|10.07.2012 MAIK. DE UNGER EUGEN, oxnde_a_nd/or soot deposition in carbon
containing layers
DE
KREUPL FRANZ, US SEKAR [[EN] Forming and training processes for
322 [US00000821686282[10.07.2012 DEEPAK C, US resistance-change memory cell
[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
SWITCHING LAYERS AND LATERAL
321 WO0002011159582A 05.07.2012 KREUPL FRANZ, US ARRANGEMENT [FR] CELLULE DE
3 T SHRIVASTAVA RITU, US MEMOIRE AVEC COUCHES A

COMMUTATION DE RESISTANCE ET
DISPOSITION LATERALE




\WO002011159583A

BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US CHEN YUNG-TIN, US FU
CHU-CHEN, US
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI, US KAI JAMES, US

[EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL
WITH RESISTANCE-SWITCHING LAYERS

320 3 14.06.2012 KREUPL FRANZ, DE MAKALA [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE
MEMOIRE AVEC COUCHES A
RAGHUVEER S, US RABKIN COMMUTATION DE RESISTANCE
PETER, US SAMACHISA
GEORGE, US ZHANG
JINGYAN, US
COSTA XIYING, US KAI [EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
319 \WO0002011159581A 19.04.2012 JAMES, US KREUPL FRANZ, [SWITCHING LAYERS [FR] CELLULE DE
3 o DE MAKALA RAGHUVEER S, [MEMOIRE AVEC COUCHES A
US ICOMMUTATION DE RESISTANCE
CHEN YUNG-TIN, US HOU [EN] BIPOLAR STORAGE ELEMENTS FOR
318 |US020120091418A1]19.04.2012 KUN, US KREUPL FRANZ, US|USE IN MEMORY CELLS AND METHODS OF
MAXWELL STEVEN, US FORMING THE SAME
[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
SWITCHING LAYERS INCLUDING
BREAKDOWN LAYER [FR] CELLULE
317 [VOO02OLLISBIAL, 032012 [T S O, S KR e [MEMOIRE DOTEE DE COUCHES A
' ' COMMUTATION DE RESISTANCE
ICOMPRENANT UNE COUCHE DE
CLAQUAGE
COSTA XIYING, US KAI
JAMES, US KREUPL FRANZ, [[EN] Memory cell with resistance-switching
316 |[TW000201212317A [16.03.2012 DE MAKALA RAGHUVEER S, |layers
IN
KREUPL FRANZ, DE [EN] Memory cell with resistance-switching
315 |TW000201212318A (16.03.2012 SHRIVASTAVA RITU, US layers and lateral arrangement
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US CHEN YUNG-TIN, US FU
CHU-CHEN, US
JAYASEKARA WIPUL
PEMSIRI, US KAI JAMES, US [[EN] Composition of memory cell with
814 [TW000201212319A [16.03.2012 KREUPL FRANZ, DE MAKALA [resistance-switching layers
RAGHUVEER S, IN RABKIN
PETER, US SAMACHISA
GEORGE, US ZHANG
JINGYAN, US
313 [TW000201209824A [01.03.2012 FU CHU-CHEN, US KREUPL [[EN] Memory cell with resistance-switching

FRANZ, DE NIAN YI-BO, CN

layers including breakdown layer




DUESBERG GEORG, DE
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL

[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT
EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN
ZUM HERSTELLEN EINER

312 |EP000001800360B1}22.02.2012 ROBERT, DE KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR
STEINLESBERGER GERNOT, |[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A
DE NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR
ICONTACTING A NANOSTRUCTURE ...
[DE] Karbonfilamentspeicher und
KREUPL FRANZ, DE KUND [|Herstellungsverfahren dafiir [EN] Carbon
311 |EP000001916722B1(18.01.2012 MICHAEL, DE UFERT KLAUS-[filament memory and fabrication method [FR]
DIETER, DE Mémoire de filament de carbone et procédé de
fabrication
310 |US000008097872B2|17.01.2012 KREUPL FRANZ, DE [EN] Modifiable gate stack memory element
KREUPL FRANZ, DE SEKAR [[EN] Structure and fabrication method for
309 [TW000201203249A [16.01.2012 DEEPAK C, IN resistance-change memory cell in 3-D memory
KREUPL FRANZ, DE PING [EN] Memory cell with carbon switching
308 |TW000201203640A |16.01.2012 ER-XUAN, US XU HUI-WEN, [material having a reduced cross-sectional area
CN ZHANG JINGYAN, US and methods for forming the same
KLOSTERMANN ULRICH, DE
KREUPL FRANZ, DE [EN] Integrated circuit including doped
307 |US000008084759B2127.12.2011 SCHWERIN ULRIKE semiconductor line having conductive cladding
GRUENING-VON, DE
COSTA XIYING, US KAI [EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
306 \W0O002011159581A 52 12,2011 JAMES, US KREUPL FRANZ, [SWITCHING LAYERS [FR] CELLULE DE
2 T DE MAKALA RAGHUVEER S, [MEMOIRE AVEC COUCHES A
UsS COMMUTATION DE RESISTANCE
[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
SWITCHING LAYERS AND LATERAL
305 \W0O002011159582A 55 12,2011 KREUPL FRANZ, US ARRANGEMENT [FR] CELLUI‘_E DE
2 T SHRIVASTAVA RITU, US MEMOIRE AVEC COUQHES A
COMMUTATION DE RESISTANCE ET
DISPOSITION LATERALE
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US CHEN YUNG-TIN, US FU
?:\}JA(S:EEERX?NIPUL [EN] COMPOSITION OF MEMORY CELL
\WO002011159583A PEMSIRI, US KAl JAMES, Us [V H RESISTANCE-SWITCHING LAYERS
304 22.12.2011 [FR] COMPOSITION DE CELLULE DE
2 KREUPL FRANZ, DE MAKALA[: - A
MEMOIRE AVEC COUCHES A
RAGHUVEER S, US RABKIN COMMUTATION DE RESISTANCE
PETER, US SAMACHISA
GEORGE, US ZHANG
JINGYAN, US
[EN] MEMORY CELL WITH RESISTANCE-
SWITCHING LAYERS INCLUDING
BREAKDOWN LAYER [FR] CELLULE
303 [VO002011159584A 1,5 100011 [FY CHU-CHEN, US KREUPL ) \16IRE DOTEE DE COUCHES A

1

FRANZ, US NIAN YIBO, US

COMMUTATION DE RESISTANCE
COMPRENANT UNE COUCHE DE
CLAQUAGE




COSTA XIYING, US KAI
JAMES, US KREUPL FRANZ,

[EN] Memory Cell With Resistance-Switching

302 |US020110310653A1}22.12.2011 DE MAKALA RAGHUVEER S, [Layers

UsS

KREUPL FRANZ, DE [EN] Memory Cell With Resistance-Switching
801 |US020110310654A1122.12.2011 |52 /ASTAVARITU, US  |Layers And Lateral Arrangement

BANDYOPADHYAY ABHIJIT,

US CHEN YUNG-TIN, US FU

CHU-CHEN, US

JAYASEKARA WIPUL

PEMSIRI, US KAI JAMES, US [[EN] Composition Of Memory Cell With
300 [US020110310655A122.12.2011 KREUPL FRANZ, DE MAKALA [Resistance-Switching Layers

RAGHUVEER S, US RABKIN

PETER, US SAMACHISA

GEORGE, US ZHANG

JINGYAN, US

FU CHU-CHEN, US KREUPL [[EN] Memory Cell With Resistance-Switching
299 |US020110310656A1122.12.2011 FRANZ, DE NIAN YIBO, US  |Layers Including Breakdown Layer

KREUPL FRANZ, DE XU HUI- [[EN] Memory cell with silicon-containing carbon
298 |TWO000201145632A |16.12.2011 WEN, CN ZHANG JINGYAN, [switching layer and methods for forming the

uS same

KREUPL FRANZ, DE MAKALA . .
297 [TW000201145633A [16.12.2011  [RAGHUVEER S, IN SEKAR [\l Dottom electrodles for use with metal oxide

DEEPAK CHANDRA, IN y 9 lay

KREUPL FRANZ, DE MAKALA . .
296 [TW000201145634A [16.12.2011 RAGHUVEER S, IN SEKAR Egg]sti?t“og}vﬁﬁci:°?:Se‘:(s’r use with metal oxide

DEEPAK CHANDRA, IN y 9 fay

IANDRES DIETER, DE

BRUCHHAUS RAINER, US

GRUENING-VON SCHWERIN

ULRIKE, DE KLOSTERMANN

ULRICH, DE KREUPL FRANZ,
295 |US000008063394B2|22.11.2011 DE KUND MICHAEL, DE [EN] Integrated circuit

MAJEWSKI PETRA, DE

RUESTER CHRISTIAN, DE

RUF BERNHARD, DE

SYMANCZYK RALF, DE

UFERT KLAUS-DIETER, DE

[EN] MEMORY CELL WITH SILICON-
ICONTAINING CARBON SWITCHING LAYER

KREUPL FRANZ, US XU '/AND METHODS FOR FORMING THE SAME

294 §10002011106155A 03.11.2011 HUIWEN, US ZHANG [FR] CELLULE MEMOIRE DOTE D'UNE

JINGYAN, US

COUCHE DE COMMUTATION DE CARBONE
CONTENANT DU SILICIUM ET PROCEDES
DE ...




\WO0002011106329A

KREUPL FRANZ, US SEKAR

[EN] STRUCTURE AND FABRICATION
METHOD FOR RESISTANCE-CHANGE
MEMORY CELL IN 3-D MEMORY [FR]

293 27.10.2011 STRUCTURE ET PROCEDE DE
N DEEPAK C, US FABRICATION D'UNE CELLULE MEMOIRE A
CHANGEMENT DE RESISTANCE DANS UNE
MEMOIRE 3D
[EN] MEMORY CELL WITH CARBON
SWITCHING MATERIAL HAVING A
KREUPL FRANZ, DE PING  |REDUCED CROSS-SECTIONAL AREA AND
292 [VO002OLIIS02I2Ab0 102011 [ER-XUAN, US XU HUIWEN, ~ [METHODS FOR FORMING THE SAME [FR]
US ZHANG JINGYAN, US  |CELLULE MEMOIRE DOTEE DUN
MATERIAU DE COMMUTATION EN
CARBONE PRESENTANT UNE ...
KREUPL FRANZ, US PING  |C\UICLING MATERIAL HAVING A
291 |US020110254126A120102011  ER-XUAN, US XU HUIWEN, ~ |2g i CROSS SECTIONAL AREA AND
: METHODS FOR FORMING THE SAME
GUTSCHE MARTIN, DE [[EN] VERTICAL INTERCONNECT
290 [US020110248234A1[13.10.2011  [KREUPL FRANZ, DE SEIDL  [STRUCTURE, MEMORY DEVICE AND
HARALD, DE ASSOCIATED PRODUCTION METHOD
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US KREUPL FRANZ, DE o .
289 [TW000201133867A [01.10.2011 MIHNEA ANDREI, US XIAO LI, [EN] Carbon/tunneling-barrier/carbon diode
us
[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE
WITH METAL OXIDE RESISTIVITY
\W0002011115924A KREUPL FRANZ, US MAKALAISWITCHING LAYERS [FR] ELECTRODES
288 22092011 |[RAGHUVEER S, US SEKAR  [o WL
1 R eriaons Lo AR INFERIEURES POUR UNE UTILISATION
' AVEC DES COUCHES A COMMUTATION DE
RESISTIVITE D'OXYDE METALLIQUE
[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE
WITH METAL OXIDE RESISTIVITY
\W0002011115926A KREUPL FRANZ, US MAKALAISWITCHING LAYERS [FR] ELECTRODES
287 22002011  |[RAGHUVEER S, US SEKAR  |>1vL
1 R rans T AR INFERIEURES POUR UNE UTILISATION
: AVEC DES COUCHES A COMMUTATION DE
RESISTIVITE D'OXYDE METALLIQUE
KREUPL FRANZ, DE MAKALA [EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE
286 [US020110227020A1[22.09.2011  [RAGHUVEER'S, US SEKAR [WITH METAL OXIDE RESISTIVITY
DEEPAK CHANDRA, US  [SWITCHING LAYERS
[EN] RESISTANCE-SWITCHING MEMORY
285 |US020110227024A1[22.00.2011  [SREUPL FRANZ, US SEKAR e\ with HEAVILY DOPED METAL OXIDE
DEEPAK C, US
LAYER
FU CHU-CHEN, US KREUPL
FRANZ, US MAKALA [EN] NON-VOLATILE STORAGE WITH
284 |US020110227026A1[22.09.2011  [RAGHUVEER, US RABKIN  [METAL OXIDE SWITCHING ELEMENT AND

PETER, US SEKAR DEEPAK
C, US ZHANG TONG, US

METHODS FOR FABRICATING THE SAME




KREUPL FRANZ, DE MAKALA

[EN] BOTTOM ELECTRODES FOR USE

283 |US020110227028A1}22.09.2011 RAGHUVEER S, US SEKAR |WITH METAL OXIDE RESISTIVITY
DEEPAK CHANDRA, US SWITCHING LAYERS
KREUPL FRANZ, US SEKAR [[EN] FORMING AND TRAINING PROCESSES
282 |US020110229990A1122.09.2011  |neepak ¢, US FOR RESISTANCE-CHANGE MEMORY CELL
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
" [[EN] CARBON/TUNNELING-
281 \3,,\/0002011084334A 01.09.2011 gagRELSJ?ALH—TI\RlQ’A\I,ZA’NUDSRLEII BARRIER/CARBO[\I DIODE [FR] DIODE
US ' ' |CARBONE/BARRIERE-TUNNEL/CARBONE
[EN] MEMORY CELL WITH SILICON-
ICONTAINING CARBON SWITCHING LAYER
KREUPL FRANZ, US XU '/AND METHODS FOR FORMING THE SAME
280 \2N0002011106155A 01.09.2011 HUIWEN, US ZHANG [FR] CELLULE MEMOIRE DOTE D'UNE
JINGYAN, US COUCHE DE COMMUTATION DE CARBONE
ICONTENANT DU SILICIUM ET PROCEDES
DE ...
[EN] STRUCTURE AND FABRICATION
METHOD FOR RESISTANCE-CHANGE
MEMORY CELL IN 3-D MEMORY [FR]
279 |VOO020LHI00329R 91 g9 2011 [SREDRL FRARZ US SEKAR ISTRUCTURE ET PROCEDE DE ‘
’ FABRICATION D'UNE CELLULE MEMOIRE A
CHANGEMENT DE RESISTANCE DANS UNE
MEMOIRE 3D
[EN] Structure And Fabrication Method For
278 |US020110204316A1/25.08.2011 KREUPL FRANZ, US SEKAR Resistance-Change Memory Cell In 3-D
DEEPAK C, US
Memory
KREUPL FRANZ, US XU [EN] MEMORY CELL WITH SILICON-
277 |US020110204474A1)25.08.2011 HUIWEN, US ZHANG ICONTAINING CARBON SWITCHING LAYER
JINGYAN, US AND METHODS FOR FORMING THE SAME
GUTSCHE MARTIN, DE [EN] Vertical interconnect structure, memor
276 |US000007998858B2|16.08.2011 KREUPL FRANZ, DE SEIDL : . . ’ y
device and associated production method
HARALD, DE
BANDYOPADHYAY ABHIJIT
" [[EN] CARBON/TUNNELING-
275 \2/\/0002011084334A 14.07.2011 )lzlligRSgilll_lljl\RléEiNUDsRl_Ell BARRIER/CARBON DIODE [FR] DIODE
US ' ' |CARBONE/BARRIERE-TUNNEL/CARBONE
BANDYOPADHYAY ABHIJIT,
US KREUPL FRANZ, US [EN] CARBON/TUNNELING-
274 [US020110140064A1/16.06.2011 MIHNEA ANDREI, US XIAO LI,|BARRIER/CARBON DIODE
us
[DE] Integrierter Schaltkreis mit Kohlenstoff-
273 |DE102007014979B4J21.04.2011 Kr.‘?“p" Franz, Dr., 80802 Speicherschicht, Verfahren zur Herstellung,
Miinchen, DE .
Speichermodul und Computersystem
272 |US000007915603B2]29.03.2011 KREUPL FRANZ, DE [EN] Modifiable gate stack memory element
ELAJETSIEBEI\'T%'_?'EI(S)TR&NDEE [EN] Method of producing a layer arrangement,
271 |US000007910210B2j22.03.2011 ' method of producing an electrical component,

KREUPL FRANZ, DE LIEBAU
MAIK, DE

layer arrangement, and electrical component




KLOSTERMANN ULRICH, DE

[EN] Integrated circuit having a magnetic tunnel

270  [US00000790261682/08.03.2011 KREUPL FRANZ, DE junction device and method
DE AMBROGGI LUCA, DE
HAPP THOMAS, DE KREUPL [DE] Integrierte Speicherschaltung mit
FRANZ, DE PHILIPP JAN - o
BORIS. DE PHO-DUC _begrenztem Lesezugr!ff [E_N]_ Integrated circuit
269 |[EP000002278590A3]02.03.2011 CRISTI’AN DE including memory having limited read [FR]
SCHROEGMEIER PETER, DE Icél(ifL:Jrlé Ilri]rtnei?ére de mémoire avec acces en
STEINLESBERGER GERNOT,
DE
KREUPL FRANZ, DE KUND [EN] Carbon filament memory and fabrication
268 |US000007894253B2|22.02.2011 MICHAEL, DE UFERT KLAUS- y
method
DIETER, DE
DE AMBROGGI LUCA, DE
HAPP THOMAS, DE KREUPL [DE] Integrierte Speicherschaltung mit
FRANZ, DE PHILIPP JAN ] o
BORIS. DE PHO-DUC _begre_nztem Lesezugn_ff [E_N]_ Integrated circuit
267 |EP000002278590A2|26.01.2011 CRISTIYAN DE including memory having limited read [FR]
SCHROEGMEIER PETER, DE I(;I(:;:L:Jrl; Ilri]rtTﬁ?ére de mémoire avec accés en
STEINLESBERGER GERNOT,
DE
Griining von Schwerin, Ulrike,
Dr., 81735 Miinchen, DE . . .
266 [DE102008051746A1[20.01.2011  [Kiostermann, Ulrich, Dr., 81739[[DE] Integrierter Schaltkreis mit dotierter
N Halbleiterleitung mit leitfahiger Verkleidung
Miinchen, DE Kreupl, Franz,
Dr., 80802 Miinchen, DE
[DE] Karbonfilamentspeicher und
KREUPL FRANZ, DE KUND [Herstellungsverfahren dafiir [EN] Carbon
265 |EP000001916722A3]19.01.2011 MICHAEL, DE UFERT KLAUS-|Filament Memory and Fabrication Method [FR]
DIETER, DE Mémoire de filament de carbone et procédé de
fabrication
KLOSTERMANN ULRICH, DE [[EN] Magnetoresistive sensor with tunnel
264 [US00000786370082/04.01.2011 KREUPL FRANZ, DE barrier and method
[DE] INTEGRIERTES ELEKTRONISCHES
BAUELEMENT MIT GEZIELT ERZEUGTEN
GRAHAM ANDREW, DE NANOROHREN IN VERTIKALEN
263 |EP000001597760B1]15.12.2010 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [STRUKTUREN [EN] INTEGRATED
ROBERT, DE ELECTRONIC COMPONENT HAVING
SPECIFICALLY PRODUCED NANOTUBES IN
VERTICAL STRUCTURES ...
CHRISTIAN KAPTEYN, DE [EN] Method for producing a layer
262 [MW000001333261B |11.11.2010 FRANZ KREUPL, DE GEORG [arrangement, method for producing an

DUESBERG, DE MAIK
LIEBAU, DE

electrical component, layer arrangement, and
electrical component




GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
KRETZ JOHANNES, DE

[DE] NANOROHREN-ANORDNUNG UND
VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
NANOROHREN-ANORDNUNG [EN]

261 |EP000001390295B1/13.10.2010 KREUPL FRANZ, DE LUYKEN NANOTUBE ARRAY AND METHOD FOR
RICHARD JOHANNES. DE PRODUCING A NANOTUBE ARRAY [FR]
ROESNER WOLFGAN‘G DE ENSEMBLE A NANOTUBES ET PROCEDE
' DE FABRICATION D'UN ...
260 [US000007768016B2(03.08.2010 KREUPL FRANZ, DE [EN] Carbon diode array for resistivity changing
! memories
FRANZ KREUPL KLAUS- ) —
259 |CN0001011701598 [09.06.2010 DIETER UFERT MICHAEL [EN]hcg“bO” filament memory and fabrication
KUND metho
258 |US000007728405B2/01.06.2010 KREUPL FRANZ, DE [EN] Carbon memory
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE
KRETZ JOHANNES, DE
KREUPL FRANZ, DE . . ) .
257 |US000007709827B2|04.05.2010  |LANDGRAF ERHARD, DE  |LoNI Vertically integrated field-effect transistor
LUYKEN JOHANNES having a nanostructure therein
RICHARD, DE ROESNER
WOLFGANG, US SCHULZ
THOMAS, US SPECHT
MICHAEL, DE
Hoffmann, Franz, Dr., 80995 [[DE] Verfahren zum Herstellen einer
256 |DE000010393702B4|15.04.2010 Miinchen, DE Kreupl, Franz, [Speicherzelle, Speicherzelle und
Dr., 80802 Miinchen, DE Speicherzellen-Anordnung
IANDRES DIETER, DE
BRUCHHAUS RAINER, US
GRUENING-VON SCHWERIN
ULRIKE, DE KLOSTERMANN
ULRICH, DE KREUPL FRANZ,
255 |US020100084741A1]08.04.2010 DE KUND MICHAEL, DE [EN] Integrated Circuit
MAJEWSKI PETRA, DE
RUESTER CHRISTIAN, DE
RUF BERNHARD, DE
SYMANCZYK RALF, DE
UFERT KLAUS-DIETER, DE
SERL’JIEI\E“’\IIDGE\IQ(BgSSTCI:EngAiEw [EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING
254 |US020100061140A1]11.03.2010 ULRICH’ DE KREUPL FRANZ DOPED SEMICONDUCTOR LINE HAVING
DE ' 'ICONDUCTIVE CLADDING
HARTER JOHANN, DE
253 |US020100057685A1/04.032010  [KREUPL FRANZ, DE LUHN [N INFORMATION STORAGE AND
GERHARD, DE
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Method for fabricating a nanoelement field
252 [US00000764604582[12.01.2010 ROBERT, DE effect transistor with surrounded gate structure
Klostermann, Ulrich, Dr., 81739 [DE] Magnetoresistiver Sensor mit
251 |DE102008037983A1]07.01.2010 Miinchen, DE Kreupl, Franz, 9

Dr., 80802 Miinchen, DE

Tunnelsperrschicht und Verfahren




HAPP THOMAS, DE KREUPL
FRANZ, DE MAJEWSKI

[EN] Resistive Memory Devices with Improved

250  [US020090321706A1(31.12.2009 PETRA. DE PHILIPP JAN  |Resistive Changing Eiements
BORIS, DE
[EN] INTEGRATED CIRCUIT HAVING A
249 |US020090321860A1[31.12.2009 E;‘éﬁgﬁ'\éﬁm UD'-ER'CH’ DE IMAGNETIC TUNNEL JUNCTION DEVICE
' AND METHOD
KLOSTERMANN ULRICH, DE [[EN] MAGNETORESISTIVE SENSOR WITH
248 1US020090322319A1131.12.2009 KREUPL FRANZ, DE TUNNEL BARRIER AND METHOD
[DE] Phasenwechsel- Speicherzelle mit
GUTSCHE MARTIN, DE Nanodrahtelektrode [EN] Phase change
247 |EP000001744323B1}30.12.2009 KREUPL FRANZ, DE SEIDL |memory cell having nanowire electrode [FR]
HARALD, DE Cellule mémoire a changement de phase avec
électrode de nanofil
GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
KRETZ JOHANNES, DE [EN] Nanotube array and method for producing
246 [US000007635867B2[22.12.2009 KREUPL FRANZ, DE LUYKEN [a nanotube array
RICHARD, DE ROESNER
\WOLFGANG, DE
DE AMBROGGI LUCA, DE
DUC CHRISTIAN PHO, DE
KREUPL FRANZ, DE PHILIPP
245 |US020090268513A1[29.10.2009 JAN BORIS, DE [TEYNP]ysEgAFOPRJ A'Dsiv(':%i‘,(l"gEHl\fE'iﬂFgngT
SCHROEGMEIER PETER, DE
STEINLESBERGER GERNOT,
DE
HEDLER HARRY, DE [EN] SEMICONDUCTOR CHIP WITH
244 |US020090256258A1(15.10.2009 K REUP, FRAND. DE e SEMICORDY
[EN] INTEGRATED CIRCUIT DEVICE
243 |US020090212438A1[27.08.2009 EEEH;FE E'QE,\F‘*; ' SEE COMPRISING CONDUCTIVE VIAS AND
' METHOD OF MAKING THE SAME
DUESBERG GEORG, DE _ e\ £| ECTRICAL CIRCUIT WITH A
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL |\ A N\OSTRUCTURE AND METHOD FOR
242 |US020090213830A1[27.08.2009 ROBERT, DE
R o GER GERNGT [PRODUCING A CONTACT CONNECTION OF
o '|A NANOSTRUCTURE
241 |US020090201715A113.08.2009 KREUPL FRANZ, DE [EN] Carbon Diode Array for Resistivity
Changing Memories
DEAMBROGGI LUCA, DE
DUC CHRISTIAN PHO, DE
EQEEZT |-I|DOEMP’?-|SIIV_IIIDDIED EEEUPL [EN] ERROR CORRECTION IN AN
240 |US020090199043A1|06.08.2009 ’ INTEGRATED CIRCUIT WITH AN ARRAY OF
BORIS, DE SCHROGMEIER |1 ESRATED Tl
PETER, DE
STEINLESBERGER GERNOT,
AT
239 [cN000101447500A 103.06.2009 FRANZ KREUPL, DE ULRICH [[EN] Integrated circuit including doped

KLOSTERMANN, DE

semiconductor line having conductive cladding




KREUPL FRANZ SCHWERIN

[EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING

238 |JP002009111391A ]21.05.2009 ULRIKE GRUENING VON DOPED SEMICONDUCTOR LINE HAVING
ULRICH KLOSTERMANN ICONDUCTIVE CLADDING
EE%?JEIE_ITZI\IQQNNE UDLERICH’ DE [EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING
237 |US020090108248A1}30.04.2009 y DOPED SEMICONDUCTOR LINE HAVING
SCHWERIN ULRIKE ICONDUCTIVE CLADDING
GRUNING-VON, DE
HOFMANN FRANZ DR, DE [DE] Elektronisches Bauelement und Verfahren
KREUPL FRANZ DR, DE zum Herstellen eines elektronischen
236 |EP000001170799A3]01.04.2009 LUYKEN RICHARD Bauelements [EN] Electronic device and
JOHANNES DR, DE method of manufacture of an electronic device
SCHLOESSER TILL DR, DE  [[FR] Dispositif électronique et procédé ...
DE AMBROGGI LUCA, DE
HAPP THOMAS, DE KREUPL
FRANZ, DE PHILIPP JAN
BORIS, DE PHO DUC [EN] INTEGRATED CIRCUIT INCLUDING
235 [US020090046499A1[19.02.2009 CHRISTIAN, DE MEMORY HAVING LIMITED READ
SCHROEGMEIER PETER, DE
STEINLESBERGER GERNOT,
DE
Kreupl, Franz, Dr., 80802
234 |DE102007037490A1]19.02.2009 Munchen, DE Willer, Josef, Dr.,[[DE] Gestapelte Schaltungen
85521 Riemerling, DE
Kreupl, Franz, Dr., 80802
233 |DE000010335813B4|12.02.2009 Miinchen, DE Mio, Hannes, [DE] IC-Chip mit Nanowires
82024 Taufkirchen, DE
IANDREW GRAHAM, DE [EN] Integrated electronic component having
232 |CN000100459098C |04.02.2009 FRANZ KREUPL, DE ROBERT specifically produced nanotubes in vertical
SEIDEL, DE structure and manufacturing method thereof
KEITEL-SCHULZ DORIS, DE
231 |US020090026524A1}29.01.2009 KREUPL FRANZ, DE WILLER [[EN] Stacked Circuits
JOSEF, DE
ESEII\ISZTILARNEE’QETEEI\(‘;I?OERG [EN] Method of producing a layer arrangement,
230 |CN000100456419C |28.01.2009 DUESBERG DE’MAIK method of producing an electrical component,
LIEBAU, DE layer arrangement, and electrical component
[DE] Magnetoresistive Speicherzelle mit
229 |DE000010202903B4{22.01.2009 Kreupl, Franz, Dr., 80469 polaritatsabhangigem Widerstand und
Minchen, DE -
Speicherzelle
KREUPL FRANZ, DE UNGER
228 |US020080315430A1}25.12.2008 EUGEN, DE WEBER WALTER|[EN] NANOWIRE VIAS
M, DE
227 Us020080296557A1l04.12.2008 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Semiconductor Power Switch and Method

ROBERT, DE

for Producing a Semiconductor Power Switch




KREUPL FRANZ, DE SEIDEL

[EN] Method for Fabricating a Nanoelement

226 |US020080296559A1]04.12.2008 ROBERT. DE Field Effect Transistor with Surrounded Gate
! Structure

FRANZ HOFMANN, DE [EN] Method for the production of a memory
225 [CN000100428519C [22.10.2008 FRANZ KREUPL, DE cell, memory cell and memory cell arrangement

KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Method for fabricating a nanoelement field
224 [US00000742548782[16.09.2008 ROBERT, DE effect transistor with surrounded gate structure
223 |US020080217732A1/11.09.2008 KREUPL FRANZ, DE [EN] Carbon memory
222 [DE102007014979A1[11.09.2008 :\(Afr‘]‘(f’r']e Franz, Dr., 80802 [DE] Kohlenstoff-Speicher

GUTSCHE MARTIN ULRICH, [EN] Resistivity changing memory cell havin
221 [US000007420199B2(02.09.2008 DE KREUPL FRANZ, DE . y changing y 9

SEIDL HARALD. DE nanowire electrode

HOENLEIN WOLFGANG, DE .
220 |US000007413971B2[19.08.2008  |KREUPL FRANZ, DE (21 Methor O producing 2 ayered

STEINHOEGL WERNER, DE arrangement and layered arrangement

HEDLER HARRY, DE . . L
219 [TW000200830462A [16.07.2008 IRSIGLER ROLAND, DE LEN.] Method golr making an integrated circuit

KREUPL FRANZ, DE aving a via hole

HEDLER HARRY, DE

\ [EN] METHOD FOR MAKING AN

218 |US020080164611A1/10.07.2008 IP?RSI;?JII_DIIE_RI’:;SIN_QNSE DE INTEGRATED CIRCUIT HAVING A VIA HOLE

gzcrjrlﬁgri;'grrlggalgigBIZe]r-lgolan d [DE] Verfahren zum Herstellen einer

s ! 'IDurchkontaktierung in einer Schicht und

217 |DE102007001130A1/10.07.2008 E:éUSTGEZarI\]/IZunS:rl‘IegbBDOEZ Anordnung mit einer Schicht mit

MUn(f)h’en DE’ " Durchkontaktierung

FRANZ KREUPL, DE HARRY . . N
216 |CN000101217128A [09.07.2008 HEDLER, DE ROLAND LEN.] Meth‘?d:‘o[ making an integrated circuit

IRSIGLER, DE aving a via hole

KREUPL FRANZ KUND

[EN] CARBON FILAMENT MEMORY AND

215 [JP002008153624A |03.07.2008 '|\3/||||(5:':'-|£F\I’EL UFERT KLAUS METHOD FOR FORMING IT

Graham, Andrew, Dr., 81547

Minchen, DE Hofmann, Franz,

Dr., 80995 Miinchen, DE

Honlein, Wolfgang, Dr., 82008

Unterhaching, DE Kretz,

Johannes, Dr., 80538

g:]ngggg’zDMEuﬁéﬁgﬁl’ glrzanz, [DE] Vertikal integrierter Feldeffekttransistor,
214 |DE000010250868B8[26.06.2008 Landgraf, Erhard, 81543 Feldeffekttransistor-Anordnung und Verfahren

Munchen, DE Luyken,
Johannes R., Dr., 81825
Minchen, DE Rosner,
\Wolfgang, Dr., 85521
Ottobrunn, DE Schulz,
Thomas, 81737 Minchen, DE
Specht, Michael, Dr., 80799
Mtinchen, DE

zum Herstellen eines vertikal integrierten
Feldeffekttransistors




[EN] MODIFIABLE GATE STACK MEMORY

213 |JP002008124452A ]29.05.2008 KREUPL FRANZ ELEMENT
Kreupl, Franz, Dr., 80802
Miinchen, DE Kund, Michael, . .
212 |DE102007013505A1/08.05.2008  [Dr., 83104 Tuntenhausen, DE [ =] Kohlenstoft-Filament-Speicher und
Ufert, Klaus-Dieter, Dr., 85716
Unterschleil3heim, DE
KREUPL FRANZ, DE KUND
! [EN] CARBON FILAMENT MEMORY AND
211 |KR102008038044A ]02.05.2008 MICHAEL, DE UFERT KLAUS METHOD EOR FABRICATION
DIETER, DE
210 [KR102008038045A [02.05.2008 KREUPL FRANZ, DE [EN] MODIFIABLE GATE STACK MEMORY
ELEMENT
KREUPL FRANZ, DE KUND ) .
209 [US020080099752A1|01.05.2008 MICHAEL, DE UFERT KLAUS-[EN] Carbon filament memory and fabrication
method
DIETER, DE
208 |US020080099827A1]01.05.2008 KREUPL FRANZ, DE [EN] Modifiable gate stack memory element
207 |US020080101121A1[01.05.2008 KREUPL FRANZ, DE [EN] Modifiable gate stack memory element
KREUPL FRANZ, DE KUND .
206 [US020080102278A1(01.05.2008 MICHAEL, DE UFERT KLAUs-[EN] Carbon filament memory and method for
fabrication
DIETER, DE
[DE] Karbonfilamentspeicher und
KREUPL FRANZ, DE KUND [Herstellungsverfahren dafiir [EN] Carbon
205 |EP000001916722A2|30.04.2008 MICHAEL, DE UFERT KLAUS-[filament memory and fabrication method [FR]
DIETER, DE Mémoire de filament de carbone et procédé de
fabrication
[DE] Modifizierbarer-Gate-Stapel-
Speicherelement [EN] Integrated circuit e.g.
204 |DE102007011837A1[30.04.2008 Kreupl, Franz, Dr., 80802 dynamic RAM, for use in e.g. personal digital
Miinchen, DE ) h >
assistant, has gate-stack with resistive
switching element whose conductivity ...
203 |CN000101170132A |30.04.2008 FRANZ KREUPL, DE [EN] Modifiable gate stack memory element
FRANZ KREUPL, DE [EN] Carbon filament memory and fabrication
202 |CN000101170159A }30.04.2008 MICHAEL KUND, DE method
HANEDER THOMAS PETER,
BE EI(R?EL’\J“ISEIIL\IRVXSIZ_FSEANG [DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR [EN] FIELD
201 |EP000001299914B1]02.04.2008 ' EFFECT TRANSISTOR [FR] TRANSISTOR A

LUYKEN RICHARD
JOHANNES, DE
SCHLOESSER TILL, DE

EFFET DE CHAMP




Graham, Andrew, Dr., 81547
Minchen, DE Hofmann, Franz,
Dr., 80995 Miinchen, DE
Honlein, Wolfgang, Dr., 82008
Unterhaching, DE Kretz,
Johannes, Dr., 80538
Munchen, DE Kreupl, Franz,
Dr., 80469 Miinchen, DE

[DE] Vertikal integrierter Feldeffekttransistor,
Feldeffekttransistor-Anordnung und Verfahren

200 |DE000010250868B4]06.03.2008 Landgraf, Erhard, 81543 - o .
. zum Herstellen eines vertikal integrierten
Munchen, DE Luyken, Feldeffekttransistors
Johannes R., Dr., 81825
Miinchen, DE Résner,
\Wolfgang, Dr., 85521
Ottobrunn, DE Schulz,
Thomas, 81737 Miinchen, DE
Specht, Michael, Dr., 80799
Munchen, DE
KREUPL FRANZ, DE MIO R .
199 |US000007339186B2(04.03.2008 HANNES, DE [EN] IC chip with nanowires
GRAHAM ANDREW, DE
198 |US000007326465B2(05.02.2008 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Integrated electronic component
ROBERT, DE
enGELHARDY wANFRED, DEfEN eOnt component o
197 |US000007321097B2(22.01.2008 HOENLEIN WOLFGANG, DE carbon naynotubes and a method for roduc?n
KREUPL FRANZ, DE P 9
the same
HOENLEIN WOLFGANG, DE
KLOSE LEGAL [EN] Electronic chip and electronic chi
196 [US000007301779B2[27.11.2007 REPRESENTATIVE HYA, DE assembl P p
KREUPL FRANZ, DE y
SIMBUERGER WERNER, DE
[DE] MAGNETISCHE SPEICHEREINHEIT
UND MAGNETISCHES SPEICHERARRAY
HOENLEIN WOLFGANG, DE [[EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND
195 |EP000001412948B1(14.11.2007 KREUPL FRANZ, DE MAGNETIC MEMORY ARRAY [FR] UNITE
MEMOIRE MAGNETIQUE ET MATRICE
MEMOIRE MAGNETIQUE
DUESBERG GEORG
STEFAN, DE GRAHAM [DE] KONTAKTIERUNG VON NANOROHREN
IANDREW, DE KREUPL [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR]
194 [EP000001502299B1117.10.2007 FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU |[ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE
MAIK, DE UNGER EUGEN, NANOTUBES
DE
[DE] VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES
ENGELHARDT MANFRED, DEJHALBLEITERSPEICHERBAUELEMENTS [EN]
193 |[EP000001198828B1/19.09.2007 KREUPL FRANZ, DE METHOD FOR PRODUCING A

SCHIELE MANUELA, GB
WEINRICH VOLKER, FR

SEMICONDUCTOR MEMORY COMPONENT
[FR] PROCEDE DE PRODUCTION D'UN
COMPOSANT DE STOCKAGE A SEMI-
CONDUCTEUR




GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE
KRETZ JOHANNES, DE
KREUPL FRANZ, DE

[EN] Non-volatile memory cell, memory cell

192 |US000007265376B2(04.09.2007 LANDGRAF ERHARD, DE larrangement and method for production of a
LUYKEN RICHARD non-volatile memory cell
JOHANNES, DE ROESNER
WOLFGANG, DE SCHULZ
THOMAS, US SPECHT
MICHAEL, DE
DUESBERG GEORG, DE
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A
191 |KR102007089912A [04.09.2007 ROBERT, DE NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR
STEINLESBERGER GERNOT,|[CONTACTING A NANOSTRUCTURE
AT
[EN] Integrated circuits, memory device,
method of producing an integrated circuit,
190 [US020070187744A1{16.08.2007 KREUPL FRANZ, DE method of producing a memory device,
memory module
[DE] Elektromechanische Speicher-Einrichtung
189 |DE102006004218B3|(16.08.2007 Kr_eupl, Franz, Dr., 80802 und Verfahren zum Herstellen einer
Miinchen, DE ; . S
elektromechanischen Speicher-Einrichtung
BENZINGER HERBERT, DE
BORMANN INGO, DE
188 |US020070176255A1(02.08.2007 EGGERS GEORG E, DE [EN] Integrated circuit arrangement
KREUPL FRANZ, DE
SCHNELL MARTIN, DE
g?%ﬂhﬁ;n@goni?%%ggghen’ [DE] Verfahren zur Abscheidung eines
187 |DE000010345393B4{19.07.2007 = ! ! leitfahigen Materials auf einem Substrat und
Minchen, DE Seidel, Robert, Halbleiterkontaktvorrichtun
81539 Miinchen, DE 9
HONLEIN WOLFGANG, DE
KLOSE HELMUT, DE KREUPL([EN] Electronic chip and electronic chip
186 [TW000001283917B (11.07.2007 FRANZ, DE SIMBURGER arrangement
WERNER, AT
Gutsche, Martin Ulrich, Dr.,
84405 Dorfen, DE Kreupl, [DE] Herstellungsverfahren fur vertikale
185 |DE102005051973B3(28.06.2007 Franz, Dr., 80802 Minchen, Leitbahnstruktur, Speichervorrichtung sowie
DE Seidl, Harald, 85604 zugehoriges Herstellungsverfahren
Zorneding, DE
. . [DE] Nano-Anordnung und Verfahren zum
gﬁg%hgb'x:nm%gxghgr” Herstellen einer Nano-Anordnung [EN] Nano-
184 |DE102005060723A1/28.06.2007 Franz, Dr., 80802 Minchen,  [fangement e.g. semiconductor-nano-

DE Seidl, Harald, 85604
Zorneding, DE

arrangement, has freestanding structures
superimposed on substrate, and nano-support




DUESBERG GEORG, DE
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL

[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT
EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN
ZUM HERSTELLEN EINER

183 |EP0O00001800360A2(27.06.2007 ROBERT, DE KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR
STEINLESBERGER GERNOT, |[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A
DE NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR
ICONTACTING A NANOSTRUCTURE ...
Eggﬁgf EIESNRZGngLIEBAU [EN] Methods for elimination or reduction of
182 |US020070141256A1(21.06.2007 MAIK, DE UNGER EUGEN. OXIde_apdlor soot deposition in carbon
containing layers
DE
Duesberg, Georg, Dr., 81541
Miinchen, DE Kreupl, Franz, [[DE] Verfahren zur Eliminierung oder
Dr., 80802 Miinchen, DE Verringerung der Oxid- und/oder
181 |DE102006010512A1f21.06.2007 Liebau, Maik, Dr., 81735 Russabscheidung in kohlenstoffhaltigen
Minchen, DE Unger, Eugen, [Schichten
Dr., 86161 Augsburg, DE
Kreupl, Franz, Dr., 80469 [DE] Selbstjustierte Strukturierung eines
Minchen, DE Unger, Eugen, [aktiven Kanals durch axiale Diffusion [EN]
180 |DE102005058466A1(14.06.2007 Dr., 86161 Augsburg, DE 'Semiconductor device manufacture, by
\Weber, Walter Michael, 81379 [diffusing material from diffusion reservoir into
Minchen, DE channel region to form conductive ...
EXIE'?IEB\I(EI\T%I-?RI’EI(S)'FI})&NDEE [EN] Method of producing a layer arrangement,
179 |US020070122621A1}31.05.2007 KREUPL FRANZ, DE LIEBAU Ee;?%(:rgfnp?n?zzltngsg ;E((::ttrrilg::lll ggnr‘:\pg:;r]mtt,
MAIK, DE 4 9 ' P
Disberg, Georg Stefan, Dr.,  [[DE] Verfahren zum Herstellen einer
81541 Minchen, DE Kapteyn, [Schichtanordnung, Verfahren zum Herstellen
Christian, Dr., 01099 Dresden, [eines elektrischen Bauelementes,
178 |DE102005056262A1131.05.2007 DE Kreupl, Franz, Dr., 80802 [Schichtanordnung und elektrisches
Miinchen, DE Liebau, Maik, Bauelement [EN] Production of layer
Dr., 81735 Miinchen, DE arrangement, such ...
[EN] Method of producing a layer arrangement,
177 |CNO00001971847A (30.05.2007 (L:I:FI;!ASJIAD’E KREUPL FRANZ method of producing an electrical component,
' layer arrangement, and electrical component
GUTSCHE MARTIN, DE L
176 |US020070105333A1[10.05.2007  |[KREUPL FRANZ, DE SEIDL [T Vertical interconnect structure, memory

HARALD, DE

device and associated production method




Brederlow, Ralf, Dr., 81737
Munchen, DE Elbe, Astrid, Dr.,
81829 Minchen, DE Kreupl,
Franz, Dr., 80469 Minchen,
DE Luyken, Johannes, Dr.,
81825 Minchen, DE

[DE] Verfahren zur Codierung und

175 |PE00001020164584126.04.2007 Neuhauser, Robert, 85354 Authentifizierung von Halbleiterschaltungen
Freising, DE Paulus, Christian,
81247 Minchen, DE Schepers,
Jorg, Dr., 83700 Rottach-
Egern, DE Thewes, Roland,
Dr., 82194 Grébenzell, DE
[DE] IC-Chip mit Nanowire-Bauelemente und
Nanowire-Attrappen [EN] IC-Chip with
174 |EP000001505646B1}28.02.2007 Eiﬁﬁ:g FDREANZ’ DE MIO nanowire devices and dummy nanowire
’ devices [FR] Puce IC avec des dispositifs
nanofils et des dispositifs fictifs nanofils
KRETZ JOHANNES, DE A . .
. [EN] Fin field effect transistor memory cell, fin
173 |Uso20070018218A1/25.01.2007 EA'FCI:E::IIE_LF%ENZ DE SPECHT field effect transistor memory cell arrangement
o STEINLEéBERGER GERNOT land method for producing the fin field effect
DE 'ltransistor memory cell
GUTSCHE MARTIN U, DE [EN] Phase change memory cell havin
172 |US020070012956A1(18.01.2007 KREUPL FRANZ, DE SEIDL . | 9 b 9
HARALD, DE nanowire electrode
GUTSCHE MARTIN, DE
i [EN] PHASE CHANGE MEMORY CELL
171 |KR102007009482A (18.01.2007 Eigles FgéANZ, DE SEIDL HAVING NANOWIRE ELECTRODE
[DE] Phasenwechsel- Speicherzelle mit
GUTSCHE MARTIN, DE Nanodrahtelektrode [EN] Phase change
170 |EPO00001744323A1(17.01.2007 KREUPL FRANZ, DE SEIDL [memory cell having nanowire electrode [FR]
HARALD, DE Cellule mémoire a changement de phase avec
électrode de nanofil
KREUPL FRANZ. DE [EN] Method for depositing a conductive carbon
169 [US020070010094A1[11.01.2007 STEINLESBERGER GERNOT,[T1at€rial on a semiconductor for forming a
DE Schottky contact and semiconductor contact
device
168 |Us020060261419A1/23.11.2006 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Method for fabricating a nanoelement field

ROBERT, DE

effect transistor with surrounded gate structure




Graham, Andrew, Dr., 81547
Minchen, DE Hofmann, Franz,
Dr., 80995 Miinchen, DE
Honlein, Wolfgang, Dr., 82008
Unterhaching, DE Kretz,
Johannes, Dr., 80538
Munchen, DE Kreupl, Franz,
Dr., 80802 Miinchen, DE

[DE] Nichtflichtige Speicherzelle,

167 |DE000010250829B4(02.11.2006 Landgraf, Erhard, 81543 Speicherzellen-Anordnung und Verfahren zum
Munchen, DE Luyken, R. Herstellen einer nichtfliichtigen Speicherzelle
Johannes, Dr., 81825
Miinchen, DE Résner,
\Wolfgang, Dr., 85521
Ottobrunn, DE Schulz,
Thomas, 81737 Miinchen, DE
Specht, Michael, Dr., 80799
Miinchen, DE
DRUMMER HEIKE, DE
ENGELHARDT MANFRED, DE
KREUPL FRANZ, DE [EN] Process for producing and removing a
166 [US000007129173B2[31.10.2006 SAENGER ANNETTE, DE mask layer
SELL BERNHARD, US
THIEME PETER, DE
[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG
EINES LEITFAHIGEN
KREUPL FRANZ, DE HALBLEITER ZUR AUSBILDUNG EINES
165 |[EP000001714310A1[25.10.2006 SEEINLESBERGER GERNOT, SCHOTTKY-KONTAKTES UND
HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN]
METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE
GRAHAM ANDREW, DE
164 |US020060234080A1{19.10.2006 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [[EN] Integrated electronic component
ROBERT, DE
Gutsche, Martin, 84405 Dorfen,
163 |DE000010345394B4{05.10.2006 DE Kreupl, Franz, 80802 [DE] Verfahren zum Herstellen von
- Speicherzellen
Miinchen, DE
[DE] HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER
MIT NANODRAHTEN SOWIE DAFUR
GEEIGNETES HERSTELLUNGSVERFAHREN
162 [EP000001706906A1[04.10.2006 e prs FRANZ, DE SEIDEL JeN] pOWER SEMICONDUCTOR SWITCH
' HAVING NANOWIRES AND SUITABLE
PRODUCTION METHOD THEREFOR [FR]
COMMUTATEUR ...
KRETZ JOHANNES, AT [EN] BRIDGE FIELD-EFFECT TRANSISTOR
KREUPL FRANZ, DE SPECHT|STORAGE CELL, DEVICE COMPRISING
161 |KR102006103455A [29.09.2006 MICHAEL, DE SAID CELLS AND METHOD FOR

STEINLESBERGER GERNOT,
AT

PRODUCING A BRIDGE FIELD-EFFECT
TRANSISTOR STORAGE CELL




KRETZ JOHANNES, DE
KREUPL FRANZ, DE SPECHT

[DE] STEG-FELDEFFEKTTRANSISTOR-
SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND
HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] BRIDGE

160 |EP000001704595A2|27.09.2006 MICHAEL, DE FIELD-EFFECT TRANSISTOR STORAGE
STEINLESBERGER GERNOT,|CELL, DEVICE COMPRISING SAID CELLS
DE /AND METHOD FOR PRODUCING A BRIDGE
FIELD-EFFECT ...
[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES
NANOELEMENT-
FELDEFFEKTTRANSISTORS MIT
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [SURROUNDED GATE STRUKTUR [EN]
159 [EP000001702371A1120.09.2006 ROBERT, DE METHOD FOR THE PRODUCTION A
NANOELEMENT FIELD EFFECT
TRANSISTOR, NANOELEMENT-FIELD
EFFECT TRANSISTOR ...
DUSBERG GEORG, US [EN] Memory device for storing electric charge
158 |US020060186451A1[24.08.2006 GRAHAM ANDREW, DE ond metho d3](or tabricating i 9 ge.
KREUPL FRANZ, DE 9
GUTSCHE MARTIN, DE [EN] Method for fabricating memory cells and
157 |US000007081383B2J25.07.2006 KREUPL FRANZ, DE memory cell array
HOFFMAN FRANZ, DE [EN] Method for the production of a memory
156 |US020060154467A1(13.07.2006 KREUPL FRANZ, DE cell, memory cell and memory cell arrangement
[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT
DUESBERG GEORG, DE EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [ZUM HERSTELLEN EINER
155 [}/ 0020000399074 15 06 2006 ROBERT, DE KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR
STEINLESBERGER GERNOT, [[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A
DE NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR
ICONTACTING A NANOSTRUCTURE ...
GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE
EEEEIZDE?ZEQNQESEDE [EN] Vertical integrated component, component
154 |US020060128088A1(15.06.2006 LANDGRAF ERHARD, DE \a/;rr%régtlamteentrglt'\eddmcc?::ognfg;tproductlon of a
LUYKEN JOHANNES R, DE 9 P
ROSNER WOLFGANG, DE
SCHULZ THOMAS, DE
SPECHT MICHAEL, DE
[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT
DUESBERG GEORG, DE EINER NANOSTRUKTUR UND VERFAHREN
KREUPL FRANZ, DE SEIDEL |ZUM HERSTELLEN EINER
153 [W0002006039907A 20.04.2006 ROBERT, DE KONTAKTIERUNG EINER NANOSTRUKTUR

2

STEINLESBERGER GERNOT,
DE

[EN] ELECTRICAL CIRCUIT WITH A
NANOSTRUCTURE AND METHOD FOR
CONTACTING A NANOSTRUCTURE ...




Dreeskornfeld, Lars, Dr., 85579
Neubiberg, DE Dusberg, Georg
Stefan, Dr., 81541 Minchen,
DE Hartwich, Jessica, Dr.,

[DE] Mikroelektronisches Halbleiterbauelement
und Verfahren zum Herstellen eines

152 |DE102004049452A1{20.04.2006 ; mikroelektronischen Halbleiterbauelements
85579 Neubiberg, DE Kreupl, - . )
- [EN] Microelectronic semiconductor component
Franz, Dr., 80802 Munchen, has at least one electrode comprising
DE Steinlesberger, Gernot, Dr.,
80804 Minchen, DE
Dusberg, Georg Stefan, Dr.,
81541 Minchen, DE Kreupl,
Franz, Dr., 80802 Miinchen,  [[DE] Elektrischer Schaltkreis mit einer
151 |DE102004049453A1{20.04.2006 DE Seidel, Robert, 81539 Nanostruktur und Verfahren zum Herstellen
Munchen, DE Steinlesberger, [einer Kontaktierung einer Nanostruktur
Gernot, Dr., 80804 Miinchen,
DE
[EN] Integrated electronic component having
150 |CNO000001754258A [29.03.2006 QEESEXVF??EIDDEE L ROBERT specifically produced nanotubes in vertical
' structures
GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE
KRETZ JOHANNES, DE .
KREUPL FRANZ, DE [EN] Non-volatile memory cell, memory cell
149 |US020060011972A1]19.01.2006 LANDORAF ERHARD, DE arrang(lanslent and meth(?ld for production of a
LUYKEN RICHARD J, DE ~ ['on-voialie memory ce
ROSNER WOLFGANG, DE
SCHULTZ THOMAS, DE
SPECHT MICHAEL, DE
Engelhardt, Manfred, Dr.,
83620 Feldkirchen-Westerham,
DE Honlein, Wolfgang, Dr., [DE] Elektrischer Schaltkreis mit einer
82008 Unterhaching, DE Kohlenstoff-Leiterstruktur und Verfahren zum
148 [DE102004031128A1/19.01.2006 Kreupl, Franz, Dr., 80802 Herstellen einer Kohlenstoff-Leiterstruktur
Miinchen, DE Steinlesberger, [eines elektrischen Schaltkreises
Gernot, Dr., 80804 Miinchen,
DE
147 |cN000001720625A |11.01.2006 FRANZ HOFMANN FRANZ [EN] Method for the production of a memory
KREUPL, DE cell, memory cell and memory cell arrangement
[DE] ELEKTRISCHER SCHALTKREIS MIT
ENGELHARDT MANFRED, DEJEINER KOHLENSTOFF-LEITERSTRUKTUR
HOENLEIN WOLFGANG, DE [UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
146 \1/\/0002006000175A 05.01.2006 KREUPL FRANZ, DE EINER KOHLENSTOFF-LEITERSTRUKTUR

STEINLESBERGER GERNOT,
DE

EINES ELEKTRISCHEN SCHALTKREISES
[EN] ELECTRIC CIRCUIT COMPRISING A
CARBON ...




Engelhardt, Manfred, Dr.,
83620 Feldkirchen-Westerham,
DE Hartner, Walter, 81829
Munchen, DE Kreupl, Franz,
Dr., 80469 Miinchen, DE

[DE] Verfahren zum Strukturieren eines

145 |DE000019860084B4122.12.2005 Schiele, Manuela, 85625 Substrats
Glonn, DE Séanger, Annette,
Dr., 81667 Miinchen, DE
\Weinrich, Volker, Dr., 81373
Miinchen, DE
GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE
KRETZ JOHANNES, DE
KREUPL FRANZ, DE [EN] M(_emory cell, memory cell arrangement,
144 |US020050276093A1(15.12.2005 LANDGRAF ERHARD, DE fpagt_erntl_ng arrangement,”and method for
LUYKEN RICHARD J, DE abricating a memory ce
ROESNER WOLFGANG, DE
SCHULZ THOMAS, US
SPECHT MICHAEL, DE
KRETZ JOHANNES, DE [DE] Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle,
KREUPL FRANZ, DE SPECHT [Steg-Feldeffekttranistor-Speicherzellen-
143 |DE102004023301A1{15.12.2005 MICHAEL, DE Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer
STEINLESBERGER GERNOT, |[Steg-Feldeffekttransitor-Speicherzelle [EN]
DE Bridge field effect transistor ...
[DE] INTEGRIERTES ELEKTRONISCHES
BAUELEMENT MIT GEZIELT ERZEUGTEN
GRAHAM ANDREW, DE NANOROHREN IN VERTIKALEN
142 |EPO00001597760A1(23.11.2005 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [STRUKTUREN [EN] INTEGRATED
ROBERT, DE ELECTRONIC COMPONENT HAVING
SPECIFICALLY PRODUCED NANOTUBES IN
VERTICAL STRUCTURES ...
[DE] STEG-FELDEFFEKTTRANSISTOR-
KRETZ JOHANNES, DE SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND
KREUPL FRANZ, DE SPECHT[HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] BRIDGE
141 \9/0002005060000'6‘ 27.10.2005 MICHAEL, DE FIELD-EFFECT TRANSISTOR STORAGE

STEINLESBERGER GERNOT,
DE

CELL, DEVICE COMPRISING SAID CELLS
AND METHOD FOR PRODUCING A BRIDGE
FIELD-EFFECT ...




GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE
KRETZ JOHANNES, DE
KREUPL FRANZ, DE

140 |US020050224888A1]13.10.2005 L ANDGRAF ERHARD. DE [EN] Integrated circuit array
LUYKEN RICHARD J, DE
ROESNER WOLFGANG, DE
SCHULZ THOMAS, US
SPECHT MICHAEL, DE
[DE] Verfahren zum Herstellen einer im
Kreupl, Franz, 80802 Miinchen esentlichen aus Kohlenstoff bestehenden
139 [DE102004012044A1[29.09.2005 DE Steinlesberger, Gemnot,  [2oMct e'”;f Sor.‘de”e'”hg't' e.'”hv?”ahdre’?
50804 Minchen DE zum Herstellen einer Sondeneinheit und ein
' Rasterkraftmikroskop mit einer Sondeneinheit
HONLEIN WOLFGANG, DE .
138 |US020050196950A1/08.09.2005  |KREUPL FRANZ, DE L=+l Methoe of prodrcing layered assembly
STEINHOGL WERNER, DE ~ ["C @ layered assembly
Kreupl, Franz, 80802 Minchen [DE] Verfahren zur Abscheidung eines
' ' "lleitfahigen Kohlenstoffmaterials auf einem
137 |DE102004006544B3(08.09.2005 8D§8§Zemhiscbhe;gelr3, EGernot, Halbleiter zur Ausbildung eines Schottky-
' Kontaktes und Halbleiterkontaktvorrichtung
[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG
EINES LEITFAHIGEN
KOHLENSTOFFMATERIALS AUF EINEM
KREUPL FRANZ, DE
W0O002005081296A f HALBLEITER ZUR AUSBILDUNG EINES
136 1 01.09.2005 SEEINLESBERGER GERNOT, SCHOTTKY-KONTAKTES UND
HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN]
METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] NICHTFLUCHTIGE SPEICHERZELLE,
KRETZ JOHANNES, DE SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND V
KREUPL FRANZ, DE ERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
135 |EP000001568087A1}31.08.2005 LANDGRAF ERHARD, DE NICHTFLUCHTIGEN SPEICHERZELLE [EN]
LUYKEN RICHARD NON-VOLATILE MEMORY CELL, MEMORY
JOHANNES, DE ROESNER  [CELL ARRANGEMENT AND METHOD FOR
WOLFGANG, DE SCHULZ PRODUCTION ...
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
Kreupl, Franz, Dr., 80802 . . . .
134 |DE102004003374A1[25.08.2005 Miinchen, DE Seidel, Robert, JDE) Ha'b'e'ter'Le'ﬁtungsscpar']ter sowie dafir
81539 Miinchen. DE geeignetes Herstellungsverfahren
ENGELHARDT MANFRED, DE . . L
133 |US00000693005282]16.08.2005  |KREUPL FRANZ, DE [EN] Method for producing an integrated circuit

SCHWARZL SIEGFRIED, DE

having at least one metalicized surface




\WO0002005071754A

KREUPL FRANZ, DE SEIDEL

[DE] HALBLEITER-LEISTUNGSSCHALTER
SOWIE DAFUR GEEIGNETES
HERSTELLUNGSVERFAHREN [EN] SEMI-

132 04.08.2005 ICONDUCTOR CIRCUIT AND SUITABLE
1 ROBERT, DE PRODUCTION METHOD THEREFOR [FR]
DISJIONCTEUR A SEMI-CONDUCTEUR, ET
PROCEDE DE PRODUCTION ...
crou, Frans, o 000z [0ELeraven i erseler ees
131 |DE102004001340A1{04.08.2005 Munchen, DE Seidel, Robert, - !
M Nanoelement-Feldeffekttransistor und
81539 Miinchen, DE
Nanoelement-Anordnung
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-
KRETZ JOHANNES, DE ANORDNUNG, STRUKTURIER-
KREUPL FRANZ, DE ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM
130 |EP000001556893A2(27.07.2005 LANDGRAF ERHARD, DE HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE [EN]
LUYKEN RICHARD MEMORY CELL, MEMORY CELL
JOHANNES, DE ROESNER |JARRANGEMENT, STRUCTURING
WOLFGANG, DE SCHULZ ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR-
KRETZ JOHANNES, DE ANORDNUNG UND SCHALTKREIS-ARRAY
KREUPL FRANZ, DE [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR
129 |EP000001556908A2(27.07.2005 LANDGRAF ERHARD, DE ASSEMBLY AND AN INTEGRATED CIRCUIT
LUYKEN RICHARD ARRAY [FR] ENSEMBLE TRANSISTOR A
JOHANNES, DE ROESNER |[EFFET DE CHAMP ET RESEAU DE
WOLFGANG, DE SCHULZ ICIRCUITS DE COMMUTATION
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] VERTIKAL INTEGRIERTES
KRETZ JOHANNES, DE BAUELEMENT, BAUELEMENT-ANORDNUNG
KREUPL FRANZ, DE UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
128 |EP000001556909A1[27.07.2005 LANDGRAF ERHARD, DE EINES VERTIKAL INTEGRIERTEN

LUYKEN RICHARD
JOHANNES, DE ROESNER
WOLFGANG, DE SCHULZ
THOMAS, US SPECHT
MICHAEL, DE

BAUELEMENTS [EN] VERTICAL
INTEGRATED COMPONENT, COMPONENT
ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...




GUTSCHE MARTIN, DE

[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG
EINES LEITFAHIGEN MATERIALS AUF
EINEM SUBSTRAT UND

127 XV0002005033358A 21.07.2005 \};VTE%L#\IIDELRFEENS%BELPAMLER HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN]
ROBERT ’DE METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE
! MATERIAL ON A SUBSTRATE, AND
SEMICONDUCTOR CONTACT ...
[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINES
NANOELEMENT-
FELDEFFEKTTRANSISTORS,
126 'WO0002005067075A >1.07.2005 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL |[NANOELEMENT-FELDEFFEKTTRANSISTOR
1 T ROBERT, DE MIT SURROUNDED GATE STRUKTUR [EN]
METHOD FOR THE PRODUCTION A
NANOELEMENT FIELD EFFECT
TRANSISTOR, ...
DUESBERG GEORG, DE [DE] Speichervorrichtung zur Speicherung
125 |DE000010344814B3(14.07.2005 GRAHAM ANDREW, DE elektrischer Ladung und Verfahren zu deren
KREUPL FRANZ, DE Herstellung
KRETZ JOHANNES, DE [DE] Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle,
KREUPL FRANZ, DE SPECHT [Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzellen-
124 |DE000010359889A1(14.07.2005 MICHAEL, DE Anordnung und Verfahren zum Herstellen einer
STEINLESBERGER GERNOT, |[Steg-Feldeffekttransistor-Speicherzelle [EN]
DE Bridge field effect transistor ...
DUSBERG GEORG S, DE
GRAHAM ANDREW, DE
123 |US020050148174A1{07.07.2005 KREUPL FRANZ, DE LIEBAU [[EN] Contact-connection of nanotubes
MAIK, DE UNGER EUGEN,
DE
DUESBERG GEORG
STEFAN, DE GRAHAM
122 [Tw000001235437B [01.07.2005 égADEIZE—\II\VAADRI'EFIKNF,zEEIT_II_EB AU [ENI Nanotube contact-making
MAIK, DE UNGER EUGEN,
DE
[DE] STEG-FELDEFFEKTTRANSISTOR-
KRETZ JOHANNES, DE SPEICHERZELLE, STEG-
KREUPL ERANZ. DE SPECHT FELDEFFEKTTRANSISTOR-
\WO002005060000A ' SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND
121 30.06.2005 MICHAEL, DE
2 STEINLESBERGER GERNOT VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
DE 'ISTEG-FELDEFFEKTTRANSISTOR-
SPEICHERZELLE [EN] BRIDGE FIELD-
EFFECT TRANSISTOR ...
g?%ﬂ}nﬁﬁn\i}g—?}zgzglgggg hen, [DE] Verfahren zur Abscheidung eines
120 |DE000010345393A1{19.05.2005 ! ! leitfahigen Materials auf einem Substrat und

Minchen, DE Seidel, Robert,
81539 Miinchen, DE

Halbleiterkontaktvorrichtung




GUTSCHE MARTIN, DE

[DE] Verfahren zum Herstellen von

119 |DE000010345394A1(19.05.2005 KREUPL FRANZ, DE Speicherzellen und Speicherzellenfeld
GUTSCHE MARTIN, DE [EN] Method for fabricating memory cells and
118 |US020050095780A1{05.05.2005 KREUPL FRANZ, DE memory cell array
[DE] SPEICHERVORRICHTUNG ZUR
117 \1/V0002005038814A 28.04.2005 i-ll\-lEDFR’TE,:lNDDEEGKRQ;LfIL\IA_ HERSTELLUNG [EN] STORAGE DEVICE
FRANZ D’E FOR STORING ELECTRIC CHARGE AND
' METHOD FOR PRODUCING THE SAME [FR]
DISPOSITIF DE STOCKAGE ...
[DE] VERFAHREN ZUR ABSCHEIDUNG
116 \2N0002005033358A 14.04.2005 SVRE%L’J\IFI;LRF%'ENSZEBELPAMLER HALBLEITERKONTAKTVORRICHTUNG [EN]
ROBERT ‘DE METHOD FOR DEPOSITING A CONDUCTIVE
’ MATERIAL ON A SUBSTRATE, AND
SEMICONDUCTOR CONTACT ...
KREUPL FRANZ, DE MIO . . .
115 |DE000010335813A1(17.03.2005 HANNES, DE [DE] IC-Chip mit Nanowires
ENGELHARDT M, DE L N
114 |CN000001192427C [09.03.2005 KREUPL F, DE SCHWARZL s, [EN] Method for producing integrated circuit
DE having at least one metallized surface
KREUPL FRANZ, DE MIO — .
113 |US020050029654A1]10.02.2005 HANNES, DE [EN] IC chip with nanowires
[DE] IC-Chip mit Nanowire-Bauelemente und
Nanowire-Attrappen [EN] IC-Chip with
112 [EP000001505646A1/09.02.2005 KREUPL FRANZ, DE MIO - syire devices and dummy nanowire
HANNES, DE . . L
devices [FR] Puce IC avec des dispositifs
nanofils et des dispositifs fictifs nanofils
Kreupl, Franz, Dr., 80802 . . )
111 |DE000010331528A1/03.02.2005 Miinchen, DE Tews, Helmut, {E’e Ef]aaiﬁ'\g"‘;é?'eﬂtaggfgmrze"e sowie
Dr., 81549 Miinchen, DE g
DUESBERG GEORG
STEFAN, DE GRAHAM [DE] KONTAKTIERUNG VON NANOROHREN
IANDREW, DE KREUPL [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR]
110 |EP000001502299A2[02.02.2005 FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU |[ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE
MAIK, DE UNGER EUGEN, NANOTUBES
DE
[DE] DRAM-HALBLEITERSPEICHERZELLE
SOWIE VERFAHREN ZU DEREN
HERSTELLUNG [EN] DRAM-SEMI
109 |VOO02005008770A )7 51 5op5 ~ [KREUPL FRANZ, DE TEWS 0 oNpUCTOR MEMORY CELL AND METHOD

1

HELMUT, DE

FOR THE PRODUCTION THEREOF [FR]
CELLULE MEMOIRE A SEMI-CONDUCTEUR
DE TYPE MEMOIRE ...




Kreupl, Franz, Dr., 80802

[DE] Verfahren zum Herstellen eines Substrats
mit sublithographischen Bereichen [EN]

108 |DE000010325334A1{05.01.2005 . Forming sublithographic regions on or in
Miinchen, DE . e . .
substrate, involves forming first sublithographic
structure by anodic oxidation ...
GRAHAM ANDREW, DE
HOFMANN FRANZ, DE
KRETZ JOHANNES, DE [EN] Nanotube array and method for producing
107 |US020040232426A1125.11.2004 KREUPL FRANZ, DE LUYKEN [a nanotube array
RICHARD, DE ROSNER
\WOLFGANG, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE
KLOSE HELMUT, DE KLOSE [EN] Electronic chip and electronic chi
106 [US020040233649A1(25.11.2004 HYANG-SOOK, DE KREUPL assembl P p
FRANZ, DE SIMBURGER Y
WERNER, DE
Graham, Andrew, Dr., 81547
Minchen, DE Kreupl, Franz, [[DE] Integriertes elektronisches Bauelement
105 |DE000010307815B3(11.11.2004 Dr., 80802 Miinchen, DE mit gezielt erzeugten Nanorohren in vertikalen
Seidel, Robert, 81539 Strukturen und dessen Herstellungsverfahren
Miinchen, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE  [[EN] Magnetic memory unit and magnetic
104 |US000006809361B2[26.10.2004 KREUPL FRANZ, DE memory array
[EN] Field effect transistor and method for
103 |US000006809379B2(26.10.2004 KREUPL FRANZ, DE producing a field effect transistor
[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLE UND
SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG [EN]
102 [}/O002004051763A 50 g9 o004 [ROFNANN PRANZ DE METHOD FOR THE PRODUCTION OF A
' MEMORY CELL, MEMORY CELL AND
MEMORY CELL ARRANGEMENT [FR]
PROCEDE DE ...
HANEDER THOMAS PETER,
DE HOENLEIN WOLFGANG,
DE KREUPL FRANZ, DE . .
101 |US000006798000B2(28.09.2004 LUYKEN RICHARD [EN] Field effect transistor
JOHANNES, DE
SCHLOESSER TILL, DE
HONLEIN WOLFGANG, DE  [[EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND
100 |US020040183110A1123.09.2004 KREUPL FRANZ, DE MAGNETIC MEMORY ARRAY
[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
SCHICHT-ANORDNUNG UND SCHICHT-
HOENLEIN WOLFGANG, DE |ANORDNUNG [EN] METHOD FOR
99 |EP000001454355A2|08.09.2004 KREUPL FRANZ, DE PRODUCING A LAYERED ASSEMBLY AND A

STEINHOEGL WERNER, DE

LAYERED ASSEMBLY [FR] PROCEDE DE
PRODUCTION D'UN SYSTEME STRATIFIE
ET SYSTEME ...




\WO0002004075288A

GRAHAM ANDREW, DE

[DE] INTEGRIERTES ELEKTRONISCHES
BAUELEMENT MIT GEZIELT ERZEUGTEN
NANOROHREN IN VERTIKALEN

98 1 02.09.2004 KREUPL FRANZ, DE SEIDEL [STRUKTUREN [EN] INTEGRATED
ROBERT, DE ELECTRONIC COMPONENT HAVING
SPECIFICALLY PRODUCED NANOTUBES IN
VERTICAL STRUCTURES ...
97 |US000006777731B2[17.08.2004 KREUPL FRANZ, DE [EN] Magnetoresistive memory cell with
polarity-dependent resistance
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-
KRETZ JOHANNES, DE ANORDNUNG, STRUKTURIER-
KREUPL FRANZ, DE /ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM
g6 [2/O00200404064441 5 08.2004  |LANDGRAF ERHARD, DE  |HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE [EN]
LUYKEN RICHARD MEMORY CELL, MEMORY CELL
JOHANNES, DE ROESNER [ARRANGEMENT, STRUCTURING
WOLFGANG, DE SCHULZ ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
BREDERLOW RALF, DE [DE] VERFAHREN ZUR CODIERUNG UND
ELBE ASTRID, DE KREUPL |AUTHENTIFIZIERUNG VON
FRANZ, DE LUYKEN HALBLEITERSCHALTUNGEN [EN] METHOD
o5 \WWO002003061004A >9.07.2004 JOHANNES, DE NEUHAUSER|FOR CODING AND AUTHENTICATING
3 T ROBERT, DE PAULUS SEMICONDUCTOR CIRCUITS [FR]
CHRISTIAN, DE SCHEPERS [PROCEDE POUR CODER ET
JOERG, DE THEWES AUTHENTIFIER DES CIRCUITS DE SEMI-
ROLAND, DE ICONDUCTEURS
DUESBERG GEORG
STEFAN, DE GRAHAM [DE] KONTAKTIERUNG VON NANOROHREN
94 \W0O002003094226A 55 07.2004 IANDREW, DE KREUPL [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR]
3 T FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU |[ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE
MAIK, DE UNGER EUGEN, NANOTUBES
DE
Hofmann, Franz, Dr., 80995 [DE] Verfahren zum Herstellen einer
93 |DE000010256486A1(15.07.2004 Miinchen, DE Kreupl, Franz, [Speicherzelle, Speicherzelle und
Dr., 80802 Miinchen, DE Speicherzellen-Anordnung
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR-
KRETZ JOHANNES, DE /ANORDNUNG UND SCHALTKREIS-ARRAY
KREUPL FRANZ, DE [EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR
92 \?/’VOOOZOO4O4O668A 08.07.2004 LANDGRAF ERHARD, DE ASSEMBLY AND AN INTEGRATED CIRCUIT
LUYKEN RICHARD ARRAY [FR] ENSEMBLE TRANSISTOR A
JOHANNES, DE ROESNER  |[EFFET DE CHAMP ET RESEAU DE
\WOLFGANG, DE SCHULZ CIRCUITS DE COMMUTATION
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
91 |cNooooo1155063C |23.06.2004 KREUPL F, DE WEINRICH M [[EN] Method for producing semiconductor

ENGELHARDT V, DE

memory component




HOFMANN FRANZ KREUPL

[EN] METHOD FOR THE PRODUCTION OF A

90 |AU002003289813A1/23.06.2004 FRANZ MEMORY CELL, MEMORY CELL AND
MEMORY CELL ARRANGEMENT
[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLE UND
SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG [EN]
go [)/OO0R00405L763AY 7 06 2004 HIOFMANN PRANZ DE METHOD FOR THE PRODUCTION OF A
' MEMORY CELL, MEMORY CELL AND
MEMORY CELL ARRANGEMENT [FR]
PROCEDE DE ...
Sgél\jﬁ’\l\/lll\?ERDEI\gvD%E [DE] Speicherzelle, Speicherzellen-Anordnung,
88 |[DE000010250834A119.05.2004 KREUPL FRANZ, DE SPECHT ater:JsliteulIr(le?]r-eAirr:g:dSnu;ghtér:ge\lllgrfahren zum
MICHAEL, DE P
Honlein, Wolfgang, Dr., 82008 [[DE] Vertikal integriertes Bauelement,
Unterhaching, DE Kreupl, Bauelement-Anordnung und Verfahren zum
87 [PE000010250868A1(19.05.2004 Franz, Dr., 80469 Miinchen, [Herstellen eines vertikal integrierten
DE Bauelements
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] SPEICHERZELLE, SPEICHERZELLEN-
KRETZ JOHANNES, DE ANORDNUNG, STRUKTURIER-
KREUPL FRANZ, DE /ANORDNUNG UND VERFAHREN ZUM
86 \2N0002004040644A 13.05.2004 LANDGRAF ERHARD, DE HERSTELLEN EINER SPEICHERZELLE [EN]
LUYKEN RICHARD MEMORY CELL, MEMORY CELL
JOHANNES, DE ROESNER [ARRANGEMENT, STRUCTURING
\WOLFGANG, DE SCHULZ ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] VERTIKAL INTEGRIERTES
KRETZ JOHANNES, DE BAUELEMENT, BAUELEMENT-ANORDNUNG
KREUPL FRANZ, DE UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN
85 \1N0002004040666A 13.05.2004 LANDGRAF ERHARD, DE EINES VERTIKAL INTEGRIERTEN
LUYKEN RICHARD BAUELEMENTS [EN] VERTICAL
JOHANNES, DE ROESNER  [INTEGRATED COMPONENT, COMPONENT
\WOLFGANG, DE SCHULZ ARRANGEMENT AND METHOD FOR ...
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE [DE] NICHTFLUCHTIGE SPEICHERZELLE,
KRETZ JOHANNES, DE SPEICHERZELLEN-ANORDNUNG UND
KREUPL FRANZ, DE VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
84 \W0002004040667A 13.05.2004 LANDGRAF ERHARD, DE NICHTFLUCHTIGEN SPEICHERZELLE [EN]

1

LUYKEN RICHARD
JOHANNES, DE ROESNER
WOLFGANG, DE SCHULZ
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE

NON-VOLATILE MEMORY CELL, MEMORY
CELL ARRANGEMENT AND METHOD FOR
PRODUCTION ...




\W0O002004040668A

GRAHAM ANDREW, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE
HOFMANN FRANZ, DE
KRETZ JOHANNES, DE
KREUPL FRANZ, DE

[DE] FELDEFFEKTTRANSISTOR-
ANORDNUNG UND SCHALTKREIS-ARRAY
[EN] FIELD EFFECT TRANSISTOR

83 > 13.05.2004 LANDGRAF ERHARD, DE ASSEMBLY AND AN INTEGRATED CIRCUIT
LUYKEN RICHARD ARRAY [FR] ENSEMBLE TRANSISTOR A
JOHANNES, DE ROESNER |[EFFET DE CHAMP ET RESEAU DE
WOLFGANG, DE SCHULZ CIRCUITS DE COMMUTATION
THOMAS, DE SPECHT
MICHAEL, DE
ENGELHARDT MANFRED, DE . . L
82 [US020040092093A1[13.05.2004  |KREUPL FRANZ, DE Lisi]n'v";tthlz‘;;%ﬁ;og]‘gg}%Sg(;”;ﬁ%fé:d cireult
SCHWARZL SIEGFRIED, DE 9
HOENLEIN WOLFGANG [EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND
81 [KR102004038977A [08.05.2004 KREUPL FRANZ MAGNETIC MEMORY ARRAY
[DE] MAGNETISCHE SPEICHEREINHEIT
UND MAGNETISCHES SPEICHERARRAY
HOENLEIN WOLFGANG, DE [[EN] MAGNETIC MEMORY UNIT AND
80  [EP000001412948A2[28.04.2004 KREUPL FRANZ, DE MAGNETIC MEMORY ARRAY [FR] UNITE
MEMOIRE MAGNETIQUE ET MATRICE
MEMOIRE MAGNETIQUE
HOENLEIN WOLFGANG
KLOSE HELMUT KREUPL [EN] ELECTRONIC CHIP AND ELECTRONIC
79 |KR102004030653A [09.04.2004 FRANZ SIMBUERGER CHIP ASSEMBLY
WERNER
HOFMANN FRANZ, DE
KREUPL FRANZ, DE LUYKEN [[EN] Electronic device and method for
78 [US000006707098B2/16.03.2004 RICHARD JOHANNES, DE fabricating an electronic device
SCHLOESSER TILL, DE
DRUMMER HEIKE, DE
ENGELHARDT MANFRED, DE|
KREUPL FRANZ, DE [EN] Process for producing and removing a
77 |US020040048479A1|11.03.2004 SANGER ANNETTE, FR SELL |mask layer
BERNHARD, US THIEME
PETER, DE
HOENLEIN WOLFGANG, DE [DE] ELEKTRONISCHER CHIP UND
KLOSE HELMUT. DE KREUPL ELEKTRONISCHE CHIP-ANORDNUNG [EN]
76 |EP000001393370A2|03.03.2004 FRANZ. DE SIME;UERGER ELECTRONIC CHIP AND ELECTRONIC CHIP
WERNIéR DE ASSEMBLY [FR] PUCE ELECTRONIQUE ET
' SYSTEME DE PUCES ELECTRONIQUES
[DE] NANOROHREN-ANORDNUNG UND
GRAHAM ANDREW, DE VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
HOFMANN FRANZ, DE =
KRETZ JOHANNES DE NANOROHREN-ANORDNUNG [EN]
75 |EP000001390295A2|25.02.2004 i NANOTUBE ARRAY AND METHOD FOR

KREUPL FRANZ, DE LUYKEN
RICHARD JOHANNES, DE
ROESNER WOLFGANG, DE

PRODUCING A NANOTUBE ARRAY [FR]
ENSEMBLE A NANOTUBES ET PROCEDE
DE FABRICATION D'UN ...




Dusberg, Georg S., Dr.rer.nat.,
80469 Miinchen, DE Graham,
IAndrew Ph. D., Dr., 81547
Munchen, DE Kreupl, Franz,

74 |DE000010220194A1[27.11.2003 Dr.rer.nat., 80802 Miinchen,  |[DE] Kontaktierung von Nanordhren
DE Liebau, Maik, Dr.rer.nat.,
81735 Minchen, DE Unger,
Eugen, Dr.rer.nat., 86161
lAugsburg, DE
[DE] VERFAHREN ZUR ENTFERNUNG
O e e . E[EINER MASKENSCHICHT VON EINEM
KREUPL FRANZ. DE ! HALBLEITERSUBSTRAT [EN] METHOD FOR
73 |EP000001364391A1[26.11.2003 ! REMOVING A MASK LAYER FROM A
SAENGER ANNETTE, DE
SELL BERNHARD. US SEMICONDUCTOR SUBSTRATE [FR]
THIEME PETER D’E PROCEDE POUR ENLEVER UNE COUCHE
! DE MASQUAGE D'UN ...
72 [Two0000005632538 21.11.2003 KREUPL FRANZ, DE [EN] Field effect transistor and method for
producing a field effect transistor
71 [TW00000I5632538 [21.11.2003 KREUPL FRANZ, DE [EN] Field effect transistor and method for
producing a field effect transistor
DUESBERG GEORG
STEFAN, DE GRAHAM [DE] KONTAKTIERUNG VON NANOROHREN
70 'WO0002003094226A 13.11.2003 IANDREW, DE KREUPL [EN] CONTACTING OF NANOTUBES [FR]
2 - FRANZ-MARTIN, DE LIEBAU |[ETABLISSEMENT DES CONTACTS DE
MAIK, DE UNGER EUGEN, NANOTUBES
DE
DRUMMER HEIKE KREUPL
FRANZ SAENGER ANNETTE [[EN] METHOD FOR REMOVING A MASK
69 |KR102003076694A [26.09.2003 ENGELHARDT MANFRED LAYER FROM A SEMICONDUCTOR
SELL BERNHARD THIEME SUBSTRATE
PETER
ENGELHARDT vaNEReD, DEfEN et omponent conprisng s
68 |US020030179559A1/25.09.2003 HONLEI WOLFGANG, DE -
KREUPL FRANZ, DE carbon nanotubes and a method for producing
the same
[DE] VERFAHREN ZUM HERSTELLEN EINER
SCHICHT-ANORDNUNG UND SCHICHT-
HOENLEIN WOLFGANG, DE |[ANORDNUNG [EN] METHOD FOR
67 \3{\/0002003050868A 04.09.2003 KREUPL FRANZ, DE PRODUCING A LAYERED ASSEMBLY AND A
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